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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR DEVICES -

Part 16-3: Microwave integrated circuits —
Frequency converters

FOREWORD

Thel International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization~can
all |national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC _i§ \to {
intefnational co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fig
this| end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical *Specifi

prising
romote
Ids. To
ations,

Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter feféerred to ds “IEC

Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC NationahCommittee int
in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International/igovernmental ar
governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparationx IEC collaborates
with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance mith conditions determ
agreement between the two organizations.

Thel formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, aé nearly as possible, an inter
conpensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation f
intefested IEC National Committees.

IEC| Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC N
Committees in that sense. While all reasonable efforts are madée{to ensure that the technical content
Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or
mis|nterpretation by any end user.

In grder to promote international uniformity, IEC National' Committees undertake to apply IEC Publ
transparently to the maximum extent possible in their*national and regional publications. Any divg
betyveen any IEC Publication and the corresponding/mational or regional publication shall be clearly indi
the [atter.

IEC| itself does not provide any attestation of;conformity. Independent certification bodies provide cof
asspssment services and, in some areas, aceéess to IEC marks of conformity. IEC is not responsible
seryices carried out by independent certification bodies.

Al

No Jiability shall attach to IEC or‘its-directors, employees, servants or agents including individual exp¢g
mermbers of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property dar
oth¢r damage of any nature ‘whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal feq
expenses arising out of the\publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any oth
Publications.

isers should ensure that they have thé latest edition of this publication.

erested
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for any

cations
rgence
ated in

formity
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Attgntion is drawn to'the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is

indispensable for thencorrect application of this publication.

Attgntion is drawn~to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the su
pat¢nt rights.\|EC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

bject of

screte

This bilingual version, published in 2010-03, corresponds to the English version.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
47E/212/FDIS 47E/219/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

The French version of this standard has not been voted upon.
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This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
the stability date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch" in the data
related to the specific publication. At this date, the publication will be

* reconfirmed,

* withdrawn,

* replaced by a revised edition, or
+ amended.
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SEMICONDUCTOR DEVICES -

Part 16-3: Microwave integrated circuits —
Frequency converters

1 Scope

This T‘H‘m‘mmasur ng methods, termimofiogy and fettet S?Hibtr
well as essential ratings and characteristics for integrated circuit microwave freq
converters.

2 N

The following referenced documents are indispensable for the application of this docy

For d4
of the

IEC 6

IEC 6

IEC 6
Gene

IEC 6
circuit

IEC 6

IEC 6

3 T

For th

3.1
conve

prmative references

D748-4, Semiconductor devices — Integrated circuits — Part 4: Interface integrated ci

brms and definitions

e purposeof this part of IEC 60747, the following terms and definitions apply:

rsion gain, G,

ratio

NOTE

3.2

fthe desited converted output power to the IMput power

Usually, the conversion gain is expressed in decibels.

conversion gain flatness, AG,
difference between the maximum and the minimum conversion gain for a specified input
power in a specified frequency range

3.3

LO/RF iSOlation, PLO/PLO(RF)
ratio of the incident local power to the local leakage power at the RF port with the IF port
terminated in a specified impedance

:2002

Is, as

uency

ment.

ted references, only the edition cited applies. For undated references, the latest ¢dition
referenced document (including any amendments) applies;

D617-12, Graphical symbols for diagrams — Part 12: Binary logic elements

D617-13, Graphical symbols for diagrams — Part.13! Analogue elements

D747-1:1983, Semiconductor devices — Discrete devices and integrated circuits — Part 1:
al

D748-2:1997, Semiconductor devices:*— Integrated circuits — Part 2: Digital integrated
S

D748-3, Semiconductor devigces — Integrated circuits — Part 3: Analogue integrated circuits

cuits
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3.4
LO/IF

iSOIation, PLO/PLO IF)

ratio of the incident local power to the local leakage power at the IF port with the RF port
terminated in a specified impedance

3.5
RFI/IF

iSOIation, PRF/PRF IF

ratio of the incident RF power to the RF feedthrough power at the IF port for a specified

local power

NOTE Usually, the RF/IF isolation is applied to the down-converter.

3.6

IF/RF|isolation, P\g/P\g(rF)

ratio of the incident IF power to the IF feedthrough power at the RF port fof |a~spgcified
local power

NOTE [Usually, the IF/RF isolation is applied to the up-converter.

3.7

image¢ rejection, Po/P,im

ratio gf the output power when the RF signal is applied, to the output power when the jmage
signallis applied

NOTE [Usually, the image rejection is applied to the down-converters

3.8

sidebpnd suppression, Py/P, )

ratio pf the output power of the desired sideband to the output power of the undesired
sideband

NOTE |[Usually, the sideband suppression is applied to the up-converter.

3.9

LO part return loss, L0

ratio 9f the specified incident pewer at the LO port to the reflected power at the LO porf, with
the RE port and the IF port tetminated in each specified impedance

3.10

RF pqrt return loss{ Lyq¢(r

ratio gqf the incident\power at the RF port to the reflected power at the RF port for a sp¢cified

local power, with/the IF port terminated in a specified impedance

3.1
IF poi

tfeturn loss, L o)

t' f thao incidant nowwiar At tha IE ~Art +4 tha raflactad nowvwar ot tha IE ~Art far A o
ratio ofthe—incidentpowerat-thetFporito-the—refloctedpoweratthetFportfo

local power, with the RF port terminated in a specified impedance

3.12
outpu

t power, P,

see I[EC 60747-16-2, 3.31

3.13

output power at 1-dB conversion compression, Py 14
output power where the conversion gain decreases I)y 1 dB compared with the

conve

rsion gain

—a-specified

linear

1 |EC 60747-16-2:2001, Semiconductor devices — Part 16-2: Microwave integrated circuits — Frequency prescalers
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3.14
noise figure, F
see IEC 60747-1 Chapter 1V, 5.4.4

3.15

intermodulation distortion, P,/P,

ratio of the output power of the nth order component to the output power of the fundamental
component, at a specified input power

3.16
output power at the intercept point (for intermodulation products), )

outpuwwwmmmm—WWthmme-Wmmal
component and the nth order intermodulation components, when the extrapolation s |darried

out in|a diagram showing the output power of the components (in decibels) as a(funcfion of
the input power (in decibels)

4 Apbreviated terms

The apbreviations used in this part of IEC 60747 are as follows:

RF Radio Frequency;
IF ntermediate Frequency;
LO Local Oscillator.

5 Epsential ratings and characteristics

5.1 General

This fplause gives ratings and characteristics required for specifying integrated [circuit
microyave frequency converters.

5.1.1 Circuit identification and-types
5.1.1.1 Designation and ‘types

The identification of types(device name), the category of circuit and technology applied shall
be givien.

Microyave freqdency converters are divided into two categories:

- tyYpe.B: up-converter.

- t;'|pe A: down-converter;

5.1.1.2 General function description

A general description shall be made of the function performed by the integrated circuit
microwave frequency converters and the features for the application.

51.1.3 Manufacturing technology

The manufacturing technology, for example, semiconductor monolithic integrated circuit, thin
film integrated circuit, micro-assembly, shall be stated. This statement shall include details
of the semiconductor technologies such as Schottoky-barrier diode, MESFET, Si bipolar
transistor, HBT.
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51.1.4 Package identification
The following shall be stated:

a) chip or packaged form;

b) IEC and/or national reference number of the outline drawing, or of drawing of non-standard
package including terminal numbering;

c) principal package material, for example, metal, ceramic, plastic;

d) for chip form: outlines, dimensions, pad sizes, contact material, and recommended contact
technologies.

5.1.1.5 Main application

The npain application shall be stated if necessary. If the device has restrictive applications,
these[too shall be stated here.

5.2 |Application description

Information on the application of the integrated circuit and its gelation to the assofiated
devicgs shall be given.

5.2.1 Conformance to system and/or interface information

It sha|l be stated whether the integrated circuit conforms' to an application system andfor an
interfdce standard or recommendation.

Detailed information about application systems, equipment and circuits such as [VSAT
systems, DBS receivers, microwave landing.8ystems shall also be given.

5.2.2 Overall block diagram

A blogk diagram of the applied systéms shall be given if necessary.

5.2.3 Reference data

The nmost important properties required to permit comparison between derivative typeg shall
be given.

5.24 Electrical compatibility

It sha|l be stated whether the integrated circuit is electrically compatible with other particular
integrated circuits or families of integrated circuits, or whether special interfaces are reqpired.

Details shall be given concerning the type of the input and output circuits, for example,
input/output impedances, d.c. block, open-drain.

Interchangeability with other devices, if any, shall be given.

5.2.5 Associated devices
If applicable, mention shall be made here of

— devices necessary for correct operation (list with type number, name, and function);
— peripheral devices with direct interfacing (list with type number, name, and function).
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5.3 Specification of the function
5.3.1 Detailed block diagram — functional blocks

A detail block diagram or equivalent circuit information of the integrated circuit microwave
frequency converters shall be given. The block diagram shall be composed of the following:

functional blocks;

T Qo

mutual interconnections among the functional blocks;

Q O

mutual interconnections among the individual functional blocks;

fupction of each external connection;

D

)
)
) individual functional units within the functional blocks;
)
)

—h

) inferdependence between the separate functional blocks.

The Hlock diagram shall identify the function of each external connection;_.and, whegre no
ambiguity can arise, it can also show the terminal symbols and/or\numbers. |f the
encapsulation has metallic parts, any connection to them from external “terminals shall be
indicated. The connections with any associated external electrical elements shall be gtated,
whereg| necessary.

For the purpose of providing additional information, the complete electrical circuit diagram can
be regroduced, though this will not necessarily involve givingiindications of the function.|Rules
goverping such diagrams may be obtained from IEC 60617-42 or IEC 60617-13.

5.3.2 Identification and function of terminals

All tefminals shall be identified on the block "diagram (supply terminals, input or putput
termirjals, input/output terminals).

The tgrminal functions 1) to 4) shall be indicated, as shown in table 1 below.

Table-1 — Function of terminals

T inal T inal 1 2 3 4
erm;)na eranal Terminal Function Input/output Type of input/
npmber symbo designation identification output circuits
5.3.2.1 Function 1: Terminal designation

The t¢rminal designation to indicate the terminal function shall be given. Supply terninals,
grount—mmmmmmmmmg‘ (with

abbreviation NU) shall be distinguished.

5.3.2.2 Function 2: Function
A brief indication of the terminal function shall be given:

— each function of multi-role terminals, i.e. terminals having multiple functions;

— each function of the integrated circuit selected by mutual pin connections, or
programming and/or application of function selection data to the function selection pin
such as mode selection pin.
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5.3.2.3 Function 3: Input/output identification

- 11 -

Input, output, input/output, and multiples of the input/output terminal shall be distinguished.

5.3.2.4 Function 4: Type of input/output circuits

The type of input and output circuits, for example, input/output impedances, with or without

d.c. block, etc., shall be distinguished.

5.3.2.5 Function 5: Type of ground

If the paseptate of the package s used as ground, thisshattbe stated:

EXAMPLE:

Input(s)

NU

5.3.3 Function description

The fynction performed by the circuit shall;be specified, including the following informati

— bgsic function;

— relation to external terminals;

Supply voltage(s)

Integrated
circuit
microwave
frequency
converter

—— Output(s)

Ground

IEC 1072/02

Figure 1 — Electrical terminal symbols

— operation mode (e.g., set-up method, preference, etc.);

— inferruption handling.

5.3.4 Family related characteristics

All family-specific functional descriptions shall be stated (with reference to IEC 60

IEC 69748-3-and IEC 60748-4).

y48-2,

If ratingsy’characteristics and function characteristics exist for the family, the relevant part of

IEC 60748 shall be used (for example, for microprocessors, see |IEC 60748-2, chapter I,

section 3).

NOTE For each new device family, specific items shall be added to the relevant part of IEC 60748.

5.4 Limiting values (absolute maximum rating system)

The table giving these values shall specify the following:

— any interdependence of limiting conditions;

— if externally connected and/or attached elements, for example heatsinks,

have an

influence on the values of the ratings, the ratings shall be prescribed for the integrated
circuit with the elements connected and/or attached;
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if limiting values are exceeded for transient overload, the permissible excess and their
durations shall be specified;

where minimum and maximum values differ during programming of the device, this shall
be stated;

all voltages referenced to a specified reference terminal (Vgg, GND, etc.);

in satisfying the following clauses, if maximum and/or minimum values are quoted, the
manufacturer shall indicate whether he refers to the absolute magnitude or to the
algebraic value of the quantity;

the ratings given shall cover the operation of the multi-function integrated circuit over the
specified range of operating temperatures. Where such ratings are temperature-
ddpendent, such dependence shall be indicated.

Table 2 — Electrical limiting values

Subclause Parameters Min. Max.
5.4.1.1 Ambient or case temperature + +
5.4.1.2 Storage temperature + +
5.4.1.3 Power supply voltage(s) +
5.4.1.4 Power supply current(s) (where appropriate) +
5.4.1.5 Terminal voltage(s) (where appropriate) + +
5.4.1.6 Terminal current(s) (where appropriate) +
5.4.1.7 Input power +
5.4.1.8 LO input power +
5.4.1.9 Power dissipation +

The dgtail specification may indicate those values within table 2, including note 1 and nqte 2.

Parameters (sée notes 1 and 2) Symbols Min. Max. Unit

NOTE 1 Where appropriate, in accordance with the type of considered circuit.
NOTE 2 For power supply voltage range:

limiting value(s) of the continuous voltage(s) at the supply terminal(s) with respect to a special
electrical reference point;

where appropriate, limiting value between specified supply terminals;

when more than one voltage supply is required, a statement should be made as to whether the
sequence in which these supplies are applied is significant: if so, the sequence should be stated;

when more than one supply is needed, it may be necessary to state the combinations of ratings for
these supply voltages and currents.
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5.4.2

a
b
c

)
)
)
d)

Temperatures

Operating temperature

Storage temperature

Channel temperature

Lead temperature (for soldering)

The detail specification may indicate those values within the table including the note.

Parameters (see note) Symbols Min. Max.

Unit

DTE Where appropriate, in accordance with the type of considered circuits

5.5

Thes¢

5.5.1

5.5.2

Operating conditions (within the specified operating\témperature range)

are not to be inspected, but may be used for qualily assessment purposes.

Power supplies — Positive and/or negative 'values

Initialization sequences (where appropriate)

If spg¢cial initialization sequences are_<hecessary, the power supply sequencing

initiali

5.5.3

5.5.4

5.5.5

5.5.6

5.5.7
5.6

The ¢

speci

ration procedure shall be specified:

Input voltage(s) or input signal (where appropriate)
Output current(s) (where appropriate)

Voltage and/or._current of other terminal(s)

External eléments (where appropriate)

Operating temperature range

Electrical characteristics

and

haracteristics shall apply over the full operating temperature range, unless oth¢

Brwise

ed.

Each characteristic of 5.6 shall be stated: either

a) over the specified range of operating temperatures, or

b) at a temperature of 25 °C, and at maximum and minimum operating temperatures.

The parameters shall be specified corresponding to the type as shown in Table 3 below:
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Table 3 — Electrical characteristics

clsauubs-e Parameters Min. Typical* Max. A Types B
5.6.1 Operating current + + + +
5.6.2 Conversion gain + + + +
5.6.3 Conversion gain flatness + + + +
5.6.4 LO/RF isolation + + + +
5.6.5 LO/IF isolation (where appropriate) + + + +
5.6.6 RF/IF isolation (where appropriate) + + +
5.6.7 [F7/RF 1solation (where appropriate) + + +
5.6.8 Image rejection (where appropriate) + + +
5.6.9 Sideband suppression (where appropriate) + + +
5.6.1p Output power at specified input power + + + +
5.6.1 Output power at 1 dB conversion compression + + + +
5.6.1p Noise figure + + +
5.6.18 Intermodulation distortion + + + +
5.6.14 Output power at the intercept point + + + +

(for intermodulation products)
5.6.1p LO port return loss + # + +
5.6.1p RF port return loss + * + +
5.6.1f IF port return loss + + + +
*  Optional.
NOTE Conversion loss and conversion loss flatness can substitute for parameters 5.6.2 and 5.6.3.

The dgtail specification may indicate these values within the table.

Characteristics Symbols Conditions Min. Typical* Max. Units

*  Ogqtional.

5.7 Mechanical and environmental ratings, characteristics and data

Any dpecific mechanical and environmental ratings applicable shall be stated (seg also
IEC 60747-1, Chapter VI, Clause 7).

5.8 Additional information

Where appropriate, the information detailed in the following subclauses shall be given.

5.8.1 Equivalent input and output circuit

Detail information shall be given regarding the type of input and output circuits, for example,
input/output impedances, d.c. block, open-drain.
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5.8.2 Internal protection

A statement shall be given to indicate whether the integrated circuit contains internal
protection against high static voltages or electrical fields.

5.8.3 Capacitors at terminals

If capacitors for the input/output d.c. block are needed, these capacitances shall be stated.

5.8.4 Thermal resistance

5.8.5 [ imterconmections to other types of tircuit

Wherg¢ appropriate, details of the interconnections to other circuits shall be given.

5.8.6 Effects of externally connected component(s)

Curvel or data indicating the effect of an externally connected component(s) that influence
the characteristics may be given.

5.8.7 Recommendations for any associated device(s)

For example, decoupling of the power supply to a high frequeney device shall be stated.

5.8.8 Handling precautions

Wherg appropriate, handling precautions specific.to the circuit shall be stated (se¢ also
IEC 60747-1, chapter IX concerning electrostaticssensitive devices).

5.8.9 Application data
5.8.1Q0 Other application information

5.8.11 Date of issue of the data sheet
6 Measuring methods

6.1 General

This ¢lause preseribes measuring methods for electrical characteristics of integrated [ircuit
microyave freqlency converters.

6.1.1 General precautions

The g npral nracantinne lictad 1o COlayion 1 of IEC 60747 1 coh

an.
oo PTrectottroTTo TotC U T oo oC— T O o OUT7 o oTrapP

addition, special care shall be taken to use low-ripple d.c. supplies and to decouple
adequately all bias supply voltages at the frequency of measurement. Special care concerning
the load impedance of the test circuit shall also be taken to measure the output power.

l-be-appited. In

The input signal (RF for down-converter and IF for up-converter) level shall be a small signal
condition under which the devices exhibit linear characteristics against the input signal,
unless otherwise specified.

6.1.2 Characteristic impedance

The input and output characteristic impedances of the measurement systems, shown in the
circuit in this standard, are 50 Q. If they are not 50 Q, they shall be specified.
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6.1.3 Handling precautions

When handling electrostatic-sensitive devices, the handling precautions given in IEC 60747-1,
Chapter IX, Clause 1, shall be observed.

6.1.4 Types

The devices in this standard are both package and chip types, measured using suitable test
fixtures.

6.2 Conversion gain (G,)

6.2.1 Purpose
To mgasure conversion gain under specified conditions.
6.2.2 Circuit diagram
o Frequency o Power
Termination meter 1 Termination meter 1
Signal
generator 1 [solator 1 A
7
G | |—= ~1 dB
> <<
Variable
attenuator 1 B Power
meter 2
Device | ¢ D
being — > ‘@
Bias measured
supply
Lo | F
Signal
generator 2 |gqator 2
—Z
N — éB 1 B
S,
Variable E
attenuator 2
W
Termination Frequenzcy Termination Power
meter meter 3 IEC 107302
Figure 2 — Circuit diagram for the measurement of conversion gain
6.2.3 L —Principle of measurement

The conversion gain G;, measured under the specified local oscillator power P, is derived
from the input power P; and the output power P, of the device, being measured as follows:

Ge = B~ R (1)

In the circuit diagram shown in Figure 2, P;, P, and P o are derived from the following
equations:

R =P - L (2)
PO =P2 +L2 (3)

Ro =P — L3 4)
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where

L, is the power at point A in dBm, minus the power at point B in dBm;

L, is the power at point C in dBm, minus the power at point D in dBm);

L3 is the power at point E in dBm, minus the power at point F in dBm;

P, is the value indicated by power meter 1;

P, is the value indicated by power meter 2;

P5 is the value indicated by power meter 3.

P;, P,, P4, Py, and P53 are expressed in dBm. L,, L,, and L5 are expressed in decibels (dB).

The ¢
powel

6.2.4

The p
kept d

bnversion gain G is the power gain measured in the region where the change of
in dBm is the same as that of the input power.

Circuit description and requirements

urpose of the isolator is to enable the power level to the device being measured
onstant irrespective of impedance mismatched at its input. The\value of L4, L,, §

shall he measured beforehand. The filter at the output rejects the undesired frequency b

6.2.5

Oscill

Precautions to be observed

btion, which is checked by the spectrum analyzer, “shall be eliminated during

butput

to be
nd Ly
and.

these

measfirements. Terminations shall be capable of handling'-the power in the test environnjent.

Harmonics or spurious responses of the signal generator shall be reduced to be negligib

The c
RF po

6.2.6

The fr
The fr
The p
The b

An ad

bnversion gain G, shall be measured without the influence of filter impedance at L
rts.

Measurement procedure

equency of the signal gengrator for the input signal shall be set to the specified va

bwer level of the jocal signal shall be adjusted to the specified value.
as conditigns shall be applied as specified.

equate input power shall be applied to the device being measured.

e.

O and

ue.

pquency of the signal generator for the local signal shall be set to the specified value.

By varying the input power, confirm that a change of output power corresponds to an equal

chang

e in the input power.

The gain measured in this region is the conversion gain G.

6.2.7

Specified conditions

— Ambient or reference point temperature

— Bias conditions

— Frequency of local signal

— Incident power of local port

— Input frequency.
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Conversion gain flatness (AG,)

Purpose

To measure the conversion gain flatness under specified conditions.

6.3.2

Circuit diagram

See the circuit diagram shown in Figure 2.

6.3.3

Principle of measurement

See th

The li

wherg
specif]

There
local (

6.3.4

See th

6.3.5

See th

6.3.6

6.3.6.
The fr]
The fri

The b

e principle of measurement of 6.2.3.

near gain flatness is derived from following equation
AG, = Gc(max) - Gc(min)

Ge(max) @and Ggmin) are the maximum and the minimum. (Conversion gains
ed frequency band at the specified input power, respectively.

are two kinds of measurement methods of AG.. One:is the measurement unde

Circuit description and requirements

e circuit description and requirements of 6:2:4.

Precaution to be observed

e precaution to be observed of 6.2.5.

Measurement procedure

( Conversion gain flatness for constant LO frequency

equency of the 'signal generator for the input signal shall be set to the specified va

as conditions shall be applied as specified.

The p

bwer level of the local signal shall be adjusted to the specified value.

An adequate input power shall be applied to the device being measured.

(5)

n the

fixed

scillator frequency and the other is the measurement.under constant output frequgncy.

equency of the signal generator for the local signal shall be set to the specified value.

ue.

By varying the input power, confirm that a change of output power corresponds to an equal

chang

e in the input power.

Decide on the suitable input power level for measuring the conversion gain.

Vary the input frequency in the specified frequency band while keeping the input power level
constant.

Obtain the maximum conversion gain Ggmay) and the minimum conversion gain Gg () in the

specif

ied frequency band.

The conversion gain flatness AG, is calculated using equation (5).
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6.3.6.2 Conversion gain flatness for constant output frequency

The frequency of the signal generator for the local signal shall be set to obtain the specified
output frequency.

The frequency of the signal generator for the input signal within the specified input frequency
range shall be set to obtain the specified output frequency.

The bias conditions shall be applied as specified.

The power level of the local signal shall be adjusted to the specified value.

An adgpquate input power shall be applied to the device being measured.

By valying the input power, confirm that a change of output power corresponds to an|equal
changle in the input power.

Decidg on the suitable input power level for measuring the conversion/gain.

Vary the input and local frequencies within the specified frequeficy band at a constan{ input
powel level.

Obtain the maximum conversion gain Ggmay) and the minimum conversion gain Gg(min)[in the
specifjed frequency band.

The cpnversion gain flatness AG, is calculated using equation (5).

6.3.7 Specified conditions

6.3.7.]1 Conversion gain flatness for‘constant LO frequency
— Ambient or reference point tempgrature

— Bias conditions

— Frequency of local signal

— In¢ident power of localport

— Input frequency band.

6.3.7.2 Conversion gain flatness for constant output frequency
— Ambient of reference point temperature

— Bias conditions

— Frequency band of local signal

— Incident power of local port
— Input power

— Input frequency range

— Output frequency.
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LO/IF isolation (P g /P o(F))

Purpose

To measure the isolation from the local port to the IF port under specified conditions.

6.4.2

6.4.3

In the
follow

where¢

6.4.4

The p

Circuit diagram
Termination
Signal Variable Inati
generator Isolator attenuator RF
& L= [ Lo ?‘i\a/:\ie IF_| Spectrum
= = >< B | measured analyzer

Termination Frequency Termination Power
meter meter

o O
Bias
|j supply

IEC* 1074/02

Figure 3 — Circuit diagram for the measurement of the LO/IF isolation

Principle of measurement

circuit diagram shown in Figure 3, the input local power P o in dBm is deriv

5.

Ro =P — Ly

is the power at point A in dBm, minus.the power at point B in dBm;
is the value indicated by the power meter in dBm.

is the local frequency component of the output power at the IF port in dBm wh
specified P 5 in dBm is applied.

cal port to IF port isolation-P| o/P| o) in decibels (dB) is derived as follows:
Ro/Ro(F) = Ro — AofF)
P o(F) is theivalue indicated by the spectrum analyzer.

Circuit description and requirements

Lpose of the isolator is to enable the power level to the device being measured

ed as

(6)

En the

(7)

to be

kept ¢

& — o — ! : | FEEY | 1 4
NMatdift IMTCoPCULUVE U TTTTPCUdTTUT TTTITISTITAdIUTICS dl 1S TULdl PUTLS.

L4 shall be measured beforehand.

NOTE The spectrum analyzer can be replaced with a power meter and a filter having proper frequency response
and impedance characteristics. In the case of such a set-up, the filter must reject the undesired frequency
components, and should not change the terminal impedances for frequencies such as RF, LO and IF.

6.4.5

Precautions to be observed

Oscillation, which is checked by the spectrum analyzer, shall be eliminated during the
measurement.

Harmonics or spurious responses of the signal generator shall be reduced so as to be

neglig

ible.
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6.4.6

The fr

Measurement procedure

equency of the signal generator shall be adjusted to the specified value.

The bias under specified conditions is applied.

The specified local power P| 5, which is given by equation (6), is applied.

The power level of the local frequency component at the IF port P| () is measured by the
spectrum analyzer.

The Id

6.4.7
- An

cal port to IF port isolation P| o /P oF) is calculated from equation (7).

Specified conditions
hbient or reference point temperature

— Bias conditions

- Fr

— In
6.5
6.5.1

To mqg

6.5.2

6.5.3

In the

bquency of local signal
ident power of local port.

LO/RF isolation (PLO /PLO(RF))
Purpose

asure the isolation from the local port to the RE port under specified conditions.

Circuit diagram

" Termination
Signal Variable
generator  Isolator attenuator IF
G —= 1 dB LO Ez)z\i/:;e RF Spectrum
Y ~ B | measured analyzer

Termination Frequency Termination Power
meter meter

& O
Bias
|j supply

IEC 1075/02

Figure 4 =~ Circuit diagram for the measurement of the LO/RF isolation

Principle of measurement

ed as

gircuit diagram shown in Figure 4, the input local power P 5 in dBm is deriy

follow

Py

q

Ro =P — Ly

is the power at point A in dBm, minus the power at point B in dBm;
is the value indicated by the power meter in dBm.

(8)

PLo(rF) is the local frequency component of the output power at the RF port in dBm when the

specif

ied P g in dBm is applied.
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The local port to RF port isolation P| /P o(rF) in decibels (dB) is derived as follows:

Ro/PoRF) = Ao — ALoRF)
where P| o(rF) is the value indicated by the spectrum analyzer.

6.5.4 Circuit description and requirements

See the circuit description and requirements described in 6.4.4.

(9)

6.5.5 Precautions to be observed

See the precautions to be observed described in 6.4.5.

6.5.6 Measurement procedure

The frequency of the signal generator shall be adjusted to the specified value.
The blas under specified conditions is applied.

The specified local power, P| o which is given by equation (8),\s applied.

The ppwer level of the local frequency component at the\RF port PLo(rF) is measured

spectjum analyzer.
The Iqcal port to RF port isolation P| /P o(rF) i calculated from equation (9).

6.5.7 Specified conditions

— Ambient or reference point temperature
— Bigs conditions

— Frequency of local signal

— In¢ident power of local port

— Tegrmination condition.at IF port.

6.6 |RFI/IF isolation
6.6.1 RF/IF isolation (Pgg /Prg(F)) — Type A

6.6.1.1 Rurpose

To mdasure the isolation from the RF port to the IF port under specified conditions.

by the
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6.6.1.2 Circuit diagram
F Power
Termination ﬁ)gg;nfy Termination meter 1
Signal
generator 1  Isolator 1 A
Gt — -
e, < dB
Variable
attenuator 1 B
port
o
LEJ\ém‘;; C— D7 Spectrum
Bias measured | IF Port analyzer
supply
LO port | F
Signal
generator 2 |gqator 2
Gt — -
~, < dB
Variable E
attenuator 2
w
Termination  F"€94UeNCY  Termination, ROwer
meter 2 meter 2 IEC 1076/02
Fligure 5 — Circuit diagram for the measurement of the RF/IF isolation for type A
6.6.1.3 Principle of measurement
In the|circuit diagram shown in Figure_56y-the input RF power Pgg and the LO power P|, are
derived as follows:
Fre = Py — Ly (10)
Ro =P - L (11)

where

Ly is the gower at point A in dBm, minus the power at point B in dBm;
Ly is the-power at point E in dBm, minus the power at point F in dBm;
P, is-the value indicated by power meter 1 at the RF port in dBm;

Py is-the—vatue-indicated-bypowermeter2atthe- LO-pertin-dBm

PRF(”:) is the RF frequency component of the output power at the IF port in dBm when the

specif

ied Pgg and P g are applied.

The isolation Prg/Prp(Fy from the RF port to the IF port is derived as follows:

where

IR/ FRF(F) = BrRr — FRF(F)

Pre(iF) is the value indicated by the spectrum analyzer in dBm.

(12)
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6.6.1.4 Circuit description and requirements

The purpose of the isolators is to enable the power level to the device being measured to be
kept constant irrespective of impedance mismatches at its RF and LO ports.

L4 and L, shall be measured beforehand.

6.6.1.5 Precautions to be observed

Oscillation, which is checked by the spectrum analyzer, shall be eliminated during
measurement.

Harm%mics or spurious responses of the signal generators shall be reduced splas’|to be
negligjible.

6.6.1.6 Measurement procedure

The ffequency of the signal generator 1 for the RF input signal shall‘be adjusted o the
specifjed value.

The frequency of the signal generator 2 for the local signal shall-be adjusted to the spgcified
value.

The blas under specified conditions is applied.

The Iqcal power P 5, which is given by equation (1), is applied and adjusted to the spgcified
value by the variable attenuator 2.

The RF power Prg, which is given by equation (10), is applied and adjusted to the spgcified
value |py the variable attenuator 1.

The gower level of the RF signalkcomponent at the IF port PRE(IF) is measured hy the
spectqum analyzer.

The igolation Prp/Prr(Fy from the RF port to the IF port is calculated from the equation (/12).

6.6.1.7 Specified conditions
— Ambient or reference point temperature

— Bias conditions

— Lofcal power

— Frequency of local signal

— Input power of RF port
— Frequency of RF signal.

6.6.2  RF/IF isolation (P\g/Pr(rF)) — Type B
6.6.2.1 Purpose

To measure the isolation from the IF port to the RF port under specified conditions.
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6.6.2.2 Circuit diagram
- Frequency o Power
Termination meter 1 1ermination  meter 1
Signal
generator 1 Isolator 1 A
—Z—
N éB 1
>
Variable
attenuator 1 B
port
o
T)e;;lg “ Y1 Spectrum
Bias measured | RF port analyzer
suppl
PPy LO port F
Signal
generator 2 |solator 2
—Z—
&G L= 1 48
S, <<
Variable E
attenuator
w
Termination Frequency Termination Rower
meter 2 meter 2 IEC 1077/02
Fligure 6 — Circuit diagram for the measurement of the RF/IF isolation for type B
6.6.2.3 Principle of measurement
In the| circuit diagram shown in Figure\6; the input IF power P and the LO power P[5 are
derivegd as follows:
Rr = P — Ly (13)
Ro =P - L (14)
where
Ly is the power at point A in dBm, minus the power at point B in dBm;
Ly is the-power at point E in dBm, minus the power at point F in dBm;
P, is-the value indicated by power meter 1 at the IF port in dBm;
Py is-the—vatue-indicated-bypowermeter2at the- LO-pertin-dBm

P”:(RF) is the IF frequency component of the output power at the RF port in dBm when the
specified Pz and P 4 are applied.

The isolation P\ /P|grf) from the IF port to the RF port is derived as follows:
Br/FFRF) = BF — BFRF) (15)

where P|prF) is the value indicated by the spectrum analyzer in dBm.
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6.6.2.4 Circuit description and requirements

The purpose of the isolators is to enable the power level to the device being measured to be
kept constant irrespective of impedance mismatches at its IF and LO port.

L4 and L, shall be measured beforehand.

6.6.2.5 Precautions to be observed

Oscillation, which is checked by the spectrum analyzer, shall be eliminated during
measurement.

Harmlnics or spurious responses of the signal generators shall be reduced to be negligilole.

6.6.2.6 Measurement procedure

The ffequency of the signal generator 1 for the IF input signal shall be adjusted o the
specifjed value.

The frlequency of the signal generator 2 for the local signal shall.be’adjusted to the sp¢cified
value.

The blas under specified conditions is applied.

The Igcal power P| 5, which is given by equation (14)/is applied and adjusted to the spg¢cified
value [py the variable attenuator 2.

The I power P, which is given by equatiofi~(13), is applied and adjusted to the spgcified
value by the variable attenuator 1.

The gower level of the IF signal component at the RF port PiE(RF) is measured hy the
spectjum analyzer.

The igolation P\g/PjrrF) fromithe IF port to the RF port is calculated from equation (15).

6.6.2.7 Specified conditions

— Ambient or reference point temperature
— Bias conditions

— Lofcal power

— Frequéncy of local signal

— Inputpower of IF port

— Frequency of IF signal.
6.7 Image rejection (P, /P i)
6.7.1 Purpose

To measure the image rejection under specified conditions.

6.7.2 Circuit diagram

See the circuit diagram shown in Figure 2.
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6.7.3 Principle of measurement

The image frequency f(image) is defined as follows:

flimage) = 2f(iocal) — /(rf) (16)

where
J(localy 18 the specified local frequency;
Jirf) is the specified RF frequency.

The i put power £ and the local power | o dre as TOlIOWS.

R =P - L (17)

Ro =P - L3 (18)

Ly s the power at point A in dBm, minus the power at point B in @Bm;
La s the power at point E in dBm, minus the power at point F,in"dBm;
Py s the value indicated by power meter 1 in dBm;
P5 s the value indicated by power meter 3 in dBm.

P;, P ¢, P4 and P are expressed in dBm. L, and L3 are expressed in decibels (dB).

The imhage rejection Py/Pq i) in decibels (dB) is>derived as follows:

Fo /Po(im) = Lo(rf) — Po(image) (19)
where
Po(rf) is the value indicated by-power meter 2 in dBm when the input frequency and power
are the specified REfrequency and input power;
Py(image) 1S the value indicated by power meter 2 in dBm when the input frequency and power

are the image«frequency and input power.

6.7.4 Circuit description and requirements

See the circuit description and requirements of 6.2.4.

6.7.5 Precaution to be observed

See the precaution to be observed of 6.2.5.

6.7.6 Measurements procedure

The frequency of the signal generator for the input signal shall be adjusted to the specified RF
frequency.

The power level of the input signal (P;) shall be adjusted to the specified input power.

The frequency of the signal generator for the local signal shall be adjusted to the specified
local frequency.

The power level of the local signal (P ) shall be adjusted to the specified local power.
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The bias under specified conditions is applied to the device being measured.
The output power (P, 1)) is measured by power meter 2.

The frequency of the signal generator for the input signal shall be changed to the specified
image frequency.

The power level of the input signal (P;) shall be adjusted to the specified input power.

The output power (Po(image)) is measured by power meter 2.

The image rejection is calculated from equation (19).

6.7.7 Specified conditions

— Ambient or reference point temperature
— Bias conditions

— REH frequency

— Lokal frequency

— Input power

— Lofcal power.

6.8 |Sideband suppression (P, IPO(U))
6.8.1 Purpose

To mdasure the sideband suppression under.specified conditions.

6.8.2 Circuit diagram

See the circuit diagram shown in FigQre 6.

6.8.3 Principle of measurement

The irjcident power of theF port P\ and the local power P 5 are derived as follows:

R = P - Ly (20)
Ro =P - L (21)
where
L1 9 thc }JUVVGI Gt FU;IIt Il_\\ ;II dBIII, III;IIUO thU VUVVUI C!t PU;IIt B ;II dBIII;

Ly is the power at point E in dBm, minus the power at point F in dBm;
P, is the value indicated by power meter 1 in dBm;
Py is the value indicated by power meter 2 in dBm.

The sideband suppression P, /P, is derived as follows:

Po/Po(U):Po_Po(U) (22)
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In the circuit diagram shown in Figure 6, the output power of the desired sideband P, and the
output power of the undesired sideband Poyy are derived from the following equations:

where
Ly

PO =P3 +L3

PO(U) = P4 + L4

(23)

(24)

is the power at point C for the desired sideband frequency in dBm, minus the power at

oint D for the desired sideband frequency in dBm:

6.8.4

See t

s the power at point C for the undesired sideband frequency in dBm, minus the
at point D for the undesired sideband frequency in dBm;

s the value for the desired sideband frequency indicated by the spectrum an
n dBm;
n dBm.

Circuit description and requirements

he circuit description and requirements of 6.6.2.4. The Gircuit losses Ly, Ly, L3 &

shall he measured beforehand.

6.8.5

See th

6.8.6

The IR

The Id

The b

The in

The Iq

The v

Precautions to be observed

e precautions to be observed in 6.6.2.5.

Measurement procedure

frequency of the signal generator™T shall be adjusted to the specified value.
cal frequency of the signal‘generator 2 shall be adjusted to the specified value.
as under specified conditions is applied to the device being measured.

cident power of-the IF port P shall be adjusted to the specified value.

cal power Py shall be adjusted to the specified value.

hlueof\P5 is measured with the spectrum analyzer.

power

alyzer

s the value for the undesired sideband frequency indicated by thesspectrum analyzer

nd L,

The v

1 —n ! il 4L + 1
aluc Ul 1'4 IS TIEeasurcu willt e speULluulll allidliy 2T .

The sideband suppression P, /Py, is calculated from equations (22), (23) and (24).

6.8.7

Specified conditions

— Ambient or reference point temperature

— Bias conditions

— Incident power of IF port

- IF

frequency

— Local power

— Local frequency.
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6.9 Output power (P,)
6.9.1 Purpose

To measure the output power under specified conditions.

6.9.2 Circuit diagram

See the circuit diagram shown in Figure 2.

6.9.3 Principle of measurement

In the|circuit diagram shown in Figure 1, the output power P, under the specified local [signal
and the input signal is derived from equation (3).

6.9.4 Circuit description and requirements

See the circuit description and requirements described in 6.2.4.

6.9.5 Precautions to be observed

See the precautions to be observed described in 6.2.5.

6.9.6 Measurement procedure

The fequency of the signal generator 1 for the inpuf-sighal shall be adjusted to the sp¢cified
value,

The frequency of the signal generator 2 for thé’local signal shall be adjusted to the spgcified
value.

The blas under specified conditions is applied.
The specified local power P| o is applied.

The specified input power P, is applied.

The ppwer level P, issmeasured.

The olitput powér.is calculated from equation (3).

6.9.7 Specified conditions

— Ambient or reference point temperature

— Bias conditions

— Frequency of input signal

— Power level of input signal
— Local power

— Frequency of local signal.
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6.10 Output power at 1-dB conversion compression (P°(1dB))
6.10.1 Purpose

To measure the output power at 1-dB conversion compression under specified conditions.

6.10.2 Circuit diagram

See the circuit diagram shown in Figure 2.

6.10.3 Principle of measurement

See the principle of measurement in 6.2.3.

The dutput power at 1-dB conversion compression Po(1dB) is the output power”whefe the
conversion gain decreases by 1 dB compared with G..

6.10.4 Circuit description and requirements

See the circuit description and requirements described in 6.2.4.

6.10.5 Precautions to be observed

See the precautions to be observed described in 6.2.5.

6.10. Measurement procedure

The frequency of the signal generator 1 for the.input signal shall be adjusted to the specified
value.

The frrequency of the signal generator 2for the local signal shall be adjusted to the specified
value.

The blas under specified conditions is applied.
The specified local power?| o is applied.
The aflequate input power is applied.

By vafying the-input power, confirm the change of conversion gain in decibels is the same as
that of input power.

The input.power is increased till the conversion gain decreases by 1 dB, compared with [G...

The power level P, is measured.
The output power at 1-dB conversion compression P, 14g) is calculated from equation (3).

6.10.7 Specified conditions

— Ambient or reference-point temperature
— Bias conditions

— Frequency of input signal

— Local power

— Frequency of local signal.
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Noise figure (F)

Purpose

To measure the noise figure under specified conditions.

6.11.2 Circuit diagram
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6.11.3

The n
the os

Signal Gy @ Frequency
generator 1 >z, meter 1
Noise Mixer
meter
Low noise
Noise |[A |—= amplifier
source =
Isolator 1 for B RF port
RF frequency Device | ¢
being F = |
Bias measured | IF Port =<
supply ) E Isolator 2 for
LO port IF frequency
/a
Signal
generator 2
—Z
N ] ] dB
-z <<
Isolator 3 for \t/tariablte D
attenuator
LO frequency u - Power
meter

meter\2

Principle of measurement

F = 10log [10(F12‘L1)”° -

Termination ~ Frequency: L. tion

10(GC/1O)

10(F2110) _1)

IEC 1078/02

Figure 7 — Circuit diagram for measurement of noise figure

bise figure F of the device being measured is derived from the following equation,
cillation power P,g\is applied to the device being measured:

when

(25)

bthod;

The npis€ figure measurement is carried out by using the hot and cold measurement m
F12, 1’:2, GIICJl GC dal'c ba:uu:atcd aos fU“UVVD.
10(ENR1 /10)
Fi5 =10log | m/—————
2 ? (Avt/Byz2) -1
£, - 1010g 10(151\7}32/10)
2 (Avs/Pua)—1
G. = 10log (M) + (ENRy — ENRy) + L4
Az — Pua

(26)

(27)

(28)
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The input local power P| 5 is derived as follows:

Ro =h -1 (29)
where
Fyo is the overall noise figure in decibels (dB);
Fy is the noise figure in decibels (dB) after point C;

ENR, is the excess noise ratio of the noise source at the RF frequency;
ENR, is the excess noise ratio of the noise source at the IF frequency;

Py S the measured Toise powers T watts (W under the ot state of the oise soumnce;

Pro is the measured noise powers in watts (W) under the cold state of the noise.soyrce;

Pys is the measured noise powers in watts (W) under the hot state of the noise soyrce in
the case of directly connecting point A to C;

Pny is the measured noise powers in watts (W) under the cold state of the noise soyrce in
the case of directly connecting point A to C;

Plo is the value indicated by the power meter at the LO port in decibels (dB);

Ly is the circuit loss in decibels (dB) between point A and B;

Ly is the power at point D in decibels (dB), minus the power at point E in decibels (dB).

The tgmperature of the measurement is 290 K.

6.11.4 Circuit description and requirements

The purpose of isolator 1 and isolator 3 is to, enable the power level to the device|being
measuyired to be kept constant, irrespective ofdimpedance mismatches at its RF and LO ports.

The plurpose of isolator 2 is to enable:the power level to the low noise amplifier to b¢ kept
constant, irrespective of impedance mismatches.

When|the IF frequency is within.the noise meter operating range, the circuit surrounded py the
dotted line can be omitted.

When| the RF frequeneysand the IF frequency are not covered by the one noise gource
frequgncy range, the noise source for the IF frequency and the noise source for the RF
frequgncy are needed:

The circuit loss Ly and L, shall be measured beforehand.

6.11..‘1 Precautions to be observed

The entire circuit shall be shielded and earthed to prevent undesired signals. For noise figure
measurement under the SSB condition, careful attention shall be paid to the image and to
other spurious responses that are generated by the mixer and device being measured.

These spurious responses shall be reduced so as to be negligible.

6.11.6 Measurement procedure

The frequency of the signal generator 1 is adjusted to meet the specified condition.

NOTE The measurement procedure is omitted when the mixer circuit is not used.
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In order to measure the noise contribution of the measurement system, connect point A to C
in Figure 7 without the device being measured.

The noise powers Py3 and Py, corresponding to the hot and cold noise source, respectively,
are measured.

The device being measured is inserted as shown in Figure 7.

The frequency of the signal generator 2 is adjusted to meet the specified condition.

The bjasunderspecified conditions s apptied:
The P| 5 under specified conditions are applied.

The npise powers Py4 and Py, corresponding to the hot and cold noise source, respedtively,
are mgeasured.

The npise figure in decibels (dB) is calculated by equation (25).

6.11.7 Specified conditions

— Ambient or reference-point temperature
— Bias conditions

— Lofcal power

— Frequency of local signal

— Single-side band or double-side band.

6.12 |Intermodulation distortion (P, /P,)
6.12.1 Purpose

To mgasure the intermodulation distortion under specified conditions.
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6.12.2 Circuit diagram

Frequenc s Power
Termination m(e:‘zter1y Termination meter 1
Signal Variable
generator 1 Isolator 1 attenuator 1
—Z—
Gt — 1 4B
s

o Frequency L Power Combiner
Termination meter 2 Term|na'£|0n meter 2

I

Signal d Variable w
generator 2 Isolator 2 attenuator 2
Gl = 1 4B
X7 =<
Termination A
S
Termination Spectrum
analyzer
B
D
Input
Device~\C
being
Bias meastired Output Termination
suppl
PPy LO%ort | F
Signal
generator 3 Isolator 3
—
Gy — - dB E
- N )
Variable
attenuator 3
Power
meter 3
Termination Frequency Termination
meter 3 IEC 1079/02
Figure 8. —Circuit for the measurement of intermodulation distortion
6.12.3 Pring¢iple of measurement
In the circuit diagram shown in Figure 8, the input power P;, the output power P, arrd the
intermodulation products output power P_, the local input power P, of the device |being

measured, are defined from the following equations:

R =P+ L (30)
PO =P2 +L2 (31)
by =Py + Ly (32)

Ro = Py — L3 (33)
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P4, P, and P5 are the values indicated by the spectrum analyzer and correspond to P;, P, and
P,, respectively. P, is the output power at point E calculated from the value indicated by
signal generator 3.

L4, Ly and Ly are the circuit losses from point A to point B, from point C to point D and from
point E to point F shown in Figure 8, respectively.

P;, Py, P, and P o are expressed in dBm. L4, L, and L3 are expressed in decibels.

The intermodulation distortion (P, /P4) in decibels is derived from equations (31) and (32) as
follows:

P[Py =P, —F =P - P (34)

6.12.4 Circuit description and requirements

The purpose of the isolator is to enable the power level to the device being measured| to be
kept constant irrespective of impedance mismatches at its ports.

L4 shall be measured beforehand.

The irjput and output ports correspond to the RF and IF ports.for type A devices, and to[the IF
and RF ports for type B devices, respectively.

6.12.§ Precautions to be observed

See the precautions to be observed in 6.4.5.
It is be¢tter to terminate port D when the switch is connected to position A, and vice vers3.

6.12.4§ Measurement procedure

The blas under specified conditions is applied.

The s|gnal generator 3 isttuned on and the LO signal is added to the device being megsured
with the specified level-Ry using the variable attenuator 3.

The sWitch is conneeted to position A.

The signal generator 1 is tuned on and the input signal is added to the device being megsured
with the spegified level P, using the spectrum analyzer and the variable attenuator 1.

The signal generator 2 is tuned on and the input signal is added to the device being measured
with the specified level P, using the spectrum analyzer and the variable attenuator 2.

The switch is connected to position D.

The output power P, and the intermodulation products P4 in dBm are measured using the
spectrum analyzer.

The intermodulation distortion on the specified input power P, is derived from equations
(30) to (34).
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6.12.7 Specified conditions

— Ambient or reference-point temperature

— Bias conditions

— Input power

- Lo

cal power

— Input frequency

- Lo

cal frequency

nth order.

6.13
6.13.1

To m
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6.13.2

See th

6.13.3

Refer

6.13.4

See th

6.13.5

See th

6.13.6
The b

The s

Purpose

ed conditions.

Circuit diagram

e circuit diagram of 6.12.2.

Principle of measurement

to the principle of measurement of 6.12.3.

Circuit description and requirements

e circuit description and requirements.0{*6.12.4.

Precautions to be observed

e precautions to be observed'in 6.12.5.

Measurement procéedure

as under specifiedweonditions is applied.

with the specified fevel P, using the variable attenuator 3.

The s

vitch-is, connected to position A.

Output power at the intercept point (for intermodulation products) (Pn(lp))

P~ I

basure the output power at the intercept point (for intermodulation(;groducts) (under
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measured with the specified level P; using the spectrum
attenuator 1.

The signal generator 2 is tuned on and the input power is
measured with the specified level P, using the spectrum
attenuator 2.

The switch is connected to position D.

&
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A
A%
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a
u
al

TU— (O

yzer

added to
analyzer

Hre—deviee—being
and the variable

the device being
and the variable

The output power P, and the intermodulation products P; in dBm are measured using the
spectrum analyzer.

Changing the power level of the input power using the variable attenuators 1 and 2, the above
procedure is repeated within the specified range.
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The obtained data are plotted on linear scales.

The straight lines of the output power and intermodulation products in the linear region are
extended (slope of 1 and 3 are respectively observed).

The output power where the two extended lines intercept is the output power at the intercept
point (for intermodulation products) under specified conditions.

6.13.7 Specified conditions
— Ambient or reference-point temperature

— Bi@s conditions

— Input power range
— Lojcal power

— Input frequency
— Lojcal frequency

— nth order.

6.14 (LO port return loss (L,q¢ o))
6.14.1 Purpose

To mdasure the LO port return loss under specified conditions.

6.14.4 Circuit diagram

Signal Variable Termination
generator Isolator attenuator IE ’_:l
/; LO Device RF

Gt

e dB being [ ]
>, << measured Termination
@ Bias
supply
Termmatlon

Termination . FFEAUENCY Termination Power — Power

meter meter 1 meter 2 IEC 1080/02

Figure\9 — Circuit for the measurement of the LO port return loss

6.14.3 Principle of measurement

In the|cifeuit diagram shown in Figure 9, the LO port return loss is derived from the following
equatian:

LetLo) = A1 — P2 (35)

P, is the value indicated by power meter 2 in dBm, when the incident LO power is totally
reflected at point A;

P, is the value indicated by power meter 2 in dBm, when the LO port of the device being
measured is connected to point A.

6.14.4 Circuit description and requirements

The purpose of the isolator is to enable the power level to the device being measured to be
kept constant, irrespective of impedance mismatches at its inputs.
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The input port of the device being measured is connected to the directional coupler and other
ports are connected to the termination.

The directivity of the directional coupler is enough compared to the return loss of the device
being measured.

6.14.5 Precautions to be observed

Oscillation, which is checked by the spectrum analyzer, shall be eliminated during these
measurements. The terminations shall be capable of handling the power in the test
environment.

Harmlnics or spurious responses of the signal generator shall be reduced to be negligib

6.14.6

The fr]

Point

Then,

The L
are cg

The b

Then,

The L

NOTE

6.14.7

An

Bias conditions

Fr
In

6.15

Measurement procedure

equency of the signal generator shall be adjusted to the specified value.
A is shunted.
the power of power meter 2 is measured. This power is P;:

D port of the device being measured is then connected with point A and the other
nnected to the termination.

as under specified conditions is applied.
the power of power meter 2 is measurgd: This power is P,.
D port return loss is derived from equation (35).

When measuring the total reflection power, point A can be opened if it is difficult to shunt it.

Specified conditions
nbient or reference=point temperature

bquency of LO-signal
ident pewer at the LO port.

RE port return loss (L,¢yrF))

le.

ports

6.15.1

—Purpese

To measure the RF port return loss under specified conditions.
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6.15.2 Circuit diagram
Signal Variable
generator 2  Isolator 2 attenuator 2
G = -
>
Power
meter 2
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ermination  eter 4 Termination  meter 1 £c 108102

6.15.3 Principle of measurement

Figure 10 — Circuit for the measurement of thé RF/IF port return loss

In the[circuit diagram shown in Figure 10, the RF<port return loss is derived from the following

equation:

LigtrF) = P — P2

fotally reflected at point A;
being measured jS\connected to point A.

6.15.4 Circuit.description and requirements

The ppurpose of‘the isolators is to enable the power level to the device being measured
kept constant irrespective of impedance mismatches at its inputs.

s the value indicated by the spectrum analyzer in dBm, when the RF port of the

(36)

s the value indicated by the spectrum analyzer in dBm, when the incident RF power is

levice

to be

The input port of the device being measured IS connected 10 ihe directional coupler and the

other ports are connected to the terminations.

The directivity of the directional coupler is sufficient compared to the return loss of the device

being measured.

6.15.5 Precautions to be observed

See the precautions to be observed in 6.2.5.
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6.15.6 Measurement procedure

The frequency of the signal generator 1 for the RF signal shall be adjusted to the specified
value.

The frequency of the signal generator 2 for the LO signal shall be adjusted to the specified
value.

The power level of the LO signal shall be adjusted to the specified value.

Point A is shunted.

Then,|the power of the spectrum analyzer is measured. This power is P,.
The RF port of the device being measured is then connected with point A.
The blas under specified conditions is applied.

Then,|the power of the spectrum analyzer is measured. This power is Pj,

The RF port return loss is derived from equation (36).

NOTE [When measuring the total reflection power, point A can be opened ifit’is difficult to shunt it.

6.15.1 Specified conditions

— Ambient or reference-point temperature
— Bias conditions

— Frequency of RF signal

— In¢ident power at the RF port

— Frequency of LO signal

— In¢ident power at the LO port.

6.16 [IF port return loss (L gfy)
6.16.1 Purpose

To mdgasure the IF port return loss under specified conditions.

6.16.4 Circuit-diagram

See the circuit-diagram shown in Figure 10.

6.16.3 “ Principle of measurement

In the circuit diagram shown in Figure 10, the IF port return loss is derived from following
equation:

Liet(r) = P — P2 (37)

where

P, is the value indicated by the spectrum analyzer in dBm, when the incident IF power is
totally reflected at point A;

Py is the value indicated by the spectrum analyzer in dBm, when the IF port of the device
being measured is connected to point A.
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6.16.4 Circuit description and requirements

The purpose of the isolators is to enable the power level to the device being measured to be
kept constant irrespective of impedance mismatches at its inputs.

The input port of the device being measured is connected to the directional coupler and other
ports are connected to the terminations.

The directivity of the directional coupler is sufficient compared to the return loss of the device
being measured.

6.16. Precautions to be observed

See the precautions to be observed in 6.2.5.

6.16.4¢ Measurement procedure

The frequency of the signal generator 1 for the IF signal shall be adjusted to the spegcified
value.

The flequency of the signal generator 2 for the LO signal shall be adjusted to the sp¢cified
value,

The ppwer level of the LO signal shall be adjusted to the{specified value.
Point A is shunted.

The ppwer of the spectrum analyzer is then measured. This power is P,.

Then,|the IF port of the device being measured is connected with point A.
The blas under specified conditions*is’applied.

The ppwer of the spectrum analyzer is then measured. This power is P,.

The IF port return loss is derived from equation (37).

NOTE |[When measuring, the total reflection power, point A can be opened if it is difficult to shunt it.

6.16.71 Specified conditions
— Ambientor reference-point temperature

— Bias‘conditions
— Frequency of IF signal

— Incident power at the IF port
— Frequency of LO signal

— Incident power at the LO port.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -

Partie 16-3: Circuits intégrés hyperfréquences -
Convertisseurs de fréquence

AVANT-PROPOS

La |Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondiale de norm4
conjposée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEN:'L3
poufr objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation d
donjaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl — entre autres activités — publie des

intefnationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécificatiohs accessi
pubjic (PAS) et des Guides (ci-aprés dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est confié
conjités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet-raité peut particip

lisation
CEl a
hns les
Normes
bles au
P a des
er. Les

orggnisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison ‘avec la CEl, participent

égajement aux travaux. La CEI collabore étroitement avec I'Organisation Internationale de Normalisatiof
seldqn des conditions fixées par accord entre les deux organisations.

Les|décisions ou accords officiels de la CEl concernant les questions techniques représentent, dans la
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donng{que les Comités nationaux de
intéressés sont représentés dans chaque comité d’études.

Les| Publications de la CEIl se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont 4
conjme telles par les Comités nationaux de la CEI. Tous les efferts raisonnables sont entrepris afin que
s'agsure de I'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEl ne peut pas étre tenue resp
de I[éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en.est faite par un quelconque utilisateur final.

Dars le but d'encourager l'uniformité internationale, les¢€omités nationaux de la CEl s'engagent, dans
megure possible, a appliquer de fagon transparente les Publications de la CEIl dans leurs publ
natipnales et régionales. Toutes divergences enire~toutes Publications de la CEl et toutes publ
natipnales ou régionales correspondantes doivent étre indiquées en termes clairs dans ces derniéres.

La CEIl elle-méme ne fournit aucune attestation“de conformité. Des organismes de certification indép¢g
founissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accedent aux marq
conformité de la CEI. La CEIl n'est responsable d'aucun des services effectués par les organis
cerfification indépendants.

Tous les utilisateurs doivent s'assuréryqu'ils sont en possession de la derniére édition de cette publicatio

Audune responsabilité ne doit_é&tre imputée a la CEIl, a ses administrateurs, employés, auxilia
mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des (
natipnaux de la CEI, pouriqut préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de to
donmpmage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris |
de justice) et les dépgnses découlant de la publication ou de I'utilisation de cette Publication de la CH
toute autre Publication*de la CEl, ou au crédit qui lui est accordé.

L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publ
réfgrencées est\obligatoire pour une application correcte de la présente publication.

L’atfention“est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEIl peuve
I'oblet ,de Jdroits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre teny

responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence|
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La Norme internationale CEIl 60747-16-3 a été établie par le sous-comité 47E: Dispositifs
discrets a semiconducteurs, du comité d'études 47 de la CEI: Dispositifs a semiconducteurs.

La présente version bilingue, publiée en 2010-03, correspond a la version anglaise.

Le texte anglais de cette norme est issu des documents 47E/212/FDIS et 47E/219/RVD.

Le rapport de vote 47E/219/RVD donne toute information sur le vote ayant abouti a
I'approbation de cette norme.

La version frangaise de cette norme n'a pas été soumise au vote.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.
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Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de
stabilité indiquée sur le site web de la CEIl sous "http://webstore.iec.ch" dans les données
relatives a la publication recherchée. A cette date, la publication sera

* reconduite,

* supprimée,

* remplacée par une édition révisée, ou
*+ amendée.
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DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -

Partie 16-3: Circuits intégrés hyperfréquences —
Convertisseurs de fréquence

1 Domaine d’application

La p
termin

ologie et des symboles littéraux, ainsi que des valeurs limites et des caractéris

essenfielles pour les convertisseurs d’hyperfréquences a circuit intégré.

2 R

Les d

pférences normatives

ocuments de référence suivants sont indispensables pour Fapplication du p

document. Pour les références datées, seule I'édition citée s'applique. Pour les référ

non d
amen

CEl 6
CEI 6

CEl 6
Partie

CEl 6
intégr

CEl 6
analo

CEl 6
d'inte

3 T

Pour

lements).
D617-12, Symboles graphiques pour schémas — Partie-12: Opérateurs logiques bin
D617-13, Symboles graphiques pour schémas —<Partie 13: Opérateurs analogiques

)747-1:1983, Dispositifs a semiconducteurs — Dispositifs discrets et circuits inté(
1. Généralités

D748-2:1997, Dispositifs a semiconducteurs — Circuits intégrés — Partie 2: C
Bs digitaux

D748-3, Dispositifs a semiconducteurs — Circuits intégrés — Partie 3: Circuits in
jiques

)748-4, Dispositifsya semiconducteurs — Circuits intégrés — Partie 4: Circuits in
face

brmes. et)définitions

re, la
tiques

résent
ences

ptées, la derniére édition du document de référence s'applique (y compris les éveptuels

aires

Jrés —

ircuits

fégrés

fégrés

es/bésoins de la présente partie de la CEl 60747, les termes et définitions su

ivants

s'applig

3.1

auvent
HeHH

gain de conversion, G,
rapport entre la puissance de sortie désirée et la puissance d’entrée

NOTE

3.2

Le gain de conversion est généralement exprimé en décibels.

planéité de gain de conversion, AG,
différence entre les gains de conversion maximal et minimal pour une puissance d’entrée

spécif

iée dans une gamme de fréquences spécifiée
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3.3

isolement LO/RF, P\ o/P| o(rF)

rapport entre la puissance incidente locale et la puissance de fuite locale au point d’accés RF,
avec le point d’accés IF terminé a une impédance spécifiée

3.4

isolement LO/IF, P o/P o

rapport entre la puissance incidente locale et la puissance de fuite locale au point d’accés IF,
avec le point d’accés RF terminé a une impédance spécifiée

3.5

isolerTETTt‘R'F‘/‘l'F, I"RFIII’RF(":

rappoft entre la puissance F%F incidente et la puissance de passage RF au point d‘acg¢es IF
pour yne puissance locale spécifiée

NOTE | Généralement, I'isolement RF/IF est appliqué au convertisseur abaisseur.

3.6
isolerpent IF/RF, P\e/Pg(rF)
rappoft entre la puissance IF incidente et la puissance de passage‘\lF au point d’acces RF
pour yne puissance locale spécifiée

NOTE | Généralement, I'isolement IF/RF est appliqué au convertisseur élévateur.

3.7
affaiblissement sur la fréquence conjuguée, Py/Py i
rappoft entre la puissance de sortie a 'application. du signal RF et la puissance de sqrtie a
I'application du signal a la fréquence conjuguée

NOTE | Généralement, I'affaiblissement sur la fréquence.conjuguée est appliqué au convertisseur abaisseul|.

3.8
suppiression de bande latérale, P, /P,y
rappoft entre la puissance de sortie'de la bande latérale désirée et la puissance de softie de
la bande latérale non désirée

NOTE | Généralement, la suppression de bande latérale est appliquée au convertisseur élévateur.

3.9
facteyr d’adaptation au point d’acceés LO, Lo o)
rappoft entre la puissance incidente spécifiée au point d’accés LO et la puissance réfléchie
au po|nt d’acces’LO, avec le point d'accés RF et le point d’accés IF terminés a I'impédance
spécifjée respective

3.10
facte dadaptationaupoeint-d-accesRE; LrethF)
rapport entre la puissance incidente au point d'accés RF et la puissance réfléchie au point
d’accés RF pour une puissance locale spécifiée, avec le point d’accés IF terminé a une
impédance spécifiée

3.1

facteur d’adaptation au point d’accés IF, L

rapport entre la puissance incidente au point d’acces IF et la puissance réfléchie au point
d’accés IF pour une puissance locale spécifiée, avec le point d’accés RF terminé a une
impédance spécifiée
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3.12
puissance de sortie, P,
voir la CEI 60747-16-2, 3.31

3.13

puissance de sortie au point de compression de conversion de 1-dB, P44,

puissance de sortie lorsque le gain de conversion décroit de 1 dB par rapport au gain de
conversion linéaire

3.14
facteur de bruit, F
voir | CET80747-t, Ctapitre Vv, 542

3.15
distogsion d’intermodulation, P, /P,
rappoft entre la puissance de sortie de la composante de néme ordre etgla puissance de
sortie|de la composante fondamentale, a une puissance d’entrée spécifiée

3.16
puisspnce de sortie au point d’interception (pour les produits d’intermodulation), )
puissdnce de sortie a lintersection entre les puissances ,de) sortie extrapolées |de la
comp@sante fondamentale et les composantes d’intermoduldtion de néme ordre, Iqrsque
I’extr{polation est tracée dans un diagramme montrant la puissance de sorti¢ des
compo@santes (en décibels) par rapport a la puissance d’eéntrée (en décibels)

4 Apréviations

Les abréviations utilisées dans la présente partie de la CEI 60747 sont les suivantes:

RF  radiofréquence;
IF2  fréquence intermédiaire;
LO3 pscillateur local.

5 Valeurs limites et caractéristiques essentielles

5.1 Généralités

Le prgsent article\'spécifie des caractéristiques et des valeurs limites requises pour la
spécifijcation des‘convertisseurs d’hyperfréquences a circuit intégré.

511 Identification et types de circuit

5.1.1.4——Dbésignationet-types

L’identification du type (nom de dispositif), la catégorie de circuit et la technologie appliquée
doivent étre spécifiés.

Les convertisseurs d’hyperfréquences se répartissent en deux catégories:

— type A:  convertisseur abaisseur;

— type B: convertisseur élévateur.

1 CEI 60747-16-2:2001, Dispositifs a semiconducteurs — Partie 16-2: Circuits intégrés hyperfréquences —
Diviseurs préalables de fréquence.

2 |F = Intermediate Frequency.

3 LO = Local Oscillator.
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5.1.1.2 Description générale de la fonction

La fonction des convertisseurs d’hyperfréquences a circuit intégré et les caractéristiques de
I'application doivent faire 'objet d’'une description générale.

51.1.3 Technologie utilisée pour la fabrication

La technologie utilisée pour la fabrication, par exemple, circuit intégré monolithique a
semiconducteurs, circuit intégré a couches minces, micro-assemblage, doit étre indiquée. Cet
énoncé doit comprendre les technologies des semiconducteurs utilisées, par exemple: diode
a barriere de Schottoky, transistor MESFET, transistor bipolaire Si, transistor HBT.

5.1.1.t Identification du boitier

Les éléments suivants doivent étre indiqués:

a) lafforme de la puce ou du boitier;

b) le|numéro de référence national et/ou CEIl du dessin d’encombremént, ou du desgin du
bofitier non normalisé, y compris la numérotation des bornes;

c) lematériau principal du boftier, par exemple, métal, céramique,cplastique;

d) polur la forme de la puce: ’'encombrement, les dimensions, Ja.taille des plages de sopdure,
le matériau de contact et les technologies de contact recommandées.

51.1.p Application principale

L’application principale doit étre indiquée, si nécessaire. Si le dispositif a des applicpations
restre|ntes, ces applications doivent également étre spécifiées.

5.2 |Description de I'application

Des informations relatives a I'application®du circuit intégré et a sa relation avec les dispositifs
assoc|és doivent étre fournies.

5.2.1 Conformité avec les-dohnées du systéme et/ou de I'interface

Il doit| étre indiqué si le circuit intégré est conforme a un systéme d’application et/ou ja une
recommandation ou unethorme d’interface.

Des ipformations_détaillées sur les systémes d’application, les équipements et les cifcuits,
tels que les systemes de microstations terriennes, les récepteurs de radiodiffusign par
satellite, les systémes d’atterrissage hyperfréquence, doivent également étre fournies.

5.2.2 Schéma de principe général

Un schéma de principe des systémes appliqués doit étre fourni si nécessaire.

5.2.3 Données de références

Les propriétés les plus importantes, requises pour permettre la comparaison entre des types
dérivés, doivent étre indiquées.

5.2.4 Compatibilité électrique

Il doit étre indiqué si le circuit intégré est électriquement compatible avec d’autres circuits
intégrés particuliers ou familles de circuits intégrés, ou si des interfaces spéciales sont
requises.
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Des détails doivent étre fournis sur le type des circuits d’entrée et de sortie, par exemple:
impédances d’entrée/de sortie, bloc CC, drain ouvert.

L’interchangeabilité avec d’autres dispositifs, le cas échéant, doit étre spécifiée.

5.2.5 Dispositifs associés
Le cas échéant, la description doit faire mention

— des dispositifs nécessaires au fonctionnement correct (liste comportant le numéro de type,
le nom et la fonction);

— def dispositifs peripheriques en interface directe (lIste comportant le numero de_ 1ype, le
n et la fonction).

5.3 |Spécification de la fonction
5.3.1 Schéma de principe détaillé — blocs fonctionnels
Un schéma de principe détaillé des convertisseurs d’hyperfréquences 'a circuit intégré qu des

informations équivalentes doivent étre fournis. Le schéma de principe doit étre constityé des
élémelnts suivants:

a) defs blocs fonctionnels;

b) des interconnexions mutuelles entre les blocs fonctiofinels;

c) dels unités fonctionnelles au sein des blocs fonctionnels;

d) defs interconnexions mutuelles entre les blocs fonctionnels individuels;
e) laffonction de chaque connexion externe;

f) linterdépendance entre les blocs fonctionnels distincts.

Le schéma de principe doit identifier la fonction de chaque connexion externe et, en l'abjsence
de risflue d'ambiguité, il peut également indiquer les symboles et/ou numéros des bornes. Si
I'encapsulation présente des parties-métalliques, toute connexion entre ces derniéres ¢t des
bornef externes doit étre indiquée. Les connexions entre tous éléments électriques exjernes
assoc|és doivent étre indiquées, quand cela est nécessaire.

Pour ¢ompléter ces informations, il est possible de reproduire le schéma de circuit élegtrique
complet, bien que cela n'implique pas nécessairement de fournir des indications pur la
fonctipn. Les régles _qui régissent ces schémas sont spécifiées dans la CEl 60617-12|ou la
CEI 60617-13.

5.3.2 Identification et fonction des bornes

Touteg 1es bornes doivent étre identifiées sur le schéma de principe (bornes d'alimentation,
bornes d'entrée ou de sortie, bornes d'entrée/sortie).

Les fonctions des bornes 1) a 4) doivent étre indiquées, conformément au Tableau 1 ci-
dessous.
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Tableau 1 — Fonction des bornes

Numéro d Symbole d 1 2 3 4
Iun:)ero e {mbo e de Désignation de Fonction Identification Type des circuits
a borne a borne la borne entrée/sortie d'entrée/sortie
5.3.21 Fonction 1: Désignation de la borne

nécespaire de distinguer les bornes d'alimentation,

fo
— c¢h
ou
de)
5.3.2.

Il est

circuifls multipliés de la broche d'entrée/sortie.

5.3.2.4 Fonction 4: Type des circuits-d'entrée/sortie

Les ty

avec ¢u sans bloc CC, entre autres, doivent étre distingués.

5.3.2.

On de borne dolit étre fournie pour maiguer 1a for on de 1a porne.lll est
les bornes de terre, les boernep non

ctées (avec l'abréviation NC) et les bornes non utilisables (avec I'abréviation\NU).

P Fonction 2: Fonction

eve indication de la fonction des bornes doit étre fournie:

que fonction des bornes multirdles, c'est-a-dire des bornes remplissant plusieurs
ctions;

paque fonction du circuit intégré sélectionnée par des coefnexions a broches mufuelles
la programmation et/ou l'application des données de:sélection de fonction a la hroche
sélection de fonction, telle que la broche de sélection-de mode.
B Fonction 3: Identification entrée/sortie

nécessaire de distinguer les broches d'entrée, de sortie, d'entrée/sortie, ainsi qlie les

pes de circuits d'entrée et de—sortie, les impédances d'entrée/de sortie par exgmple,

b Fonction 5: Type'de terre

Si la glaque de base du-boitier est utilisée comme terre, ceci doit étre indiqué.
EXEMPLE:
Tension(s) d’alimentation
Entrée(s) — — NC
Circuit infégré
Convertisseur
NU d’hyperfréquences Sortie(s)
Terre CEI 1072/02
Figure 1 — Symboles des bornes électriques

5.3.3 Description de la fonction

La fonction assurée par le circuit doit étre spécifiée, en indiquant:

- la

fonction de base;
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relation aux bornes externes;
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— le mode de fonctionnement (par exemple, méthode, préférence d'établissement, etc.);

- la

5.3.4

gestion des interruptions.

Caractéristiques associées a la famille de dispositif

Toutes les descriptions de fonctions spécifiques a une famille de dispositif doivent étre
indiquées (en renvoyant a la CEI 60748-2, la CEl 60748-3 et la CEI 60748-4).

Si des valeurs I|m|tes des caracterlanues et des caracterlanues de fonct|on eX|stent pour

cette

les mlcroprocesseurs voir la CEl 60748-2, chapltre I, section 3).

NOTE

correspondante de la CEl 60748.

5.4

Le tableau fournissant ces valeurs doit spécifier ce qui suit:

- to

- si

influence sur les valeurs limites, les valeurs limites doivent étre prescrites pour le
inlégré avec les éléments connectés et/ou auxiliajres;

— si

sg durée doivent étre spécifiés;

- le
di

- to

— afin de satisfaire aux spécifications des articles suivants, si des valeurs maximales

m
a
- le
m

valeurs limites dépendent de la température, cette dépendance doit étre indiquée.

5.4.1

Les valeursdimites doivent étre spécifiées comme suit:

Pour chaque nouvelle famille de dispositif, des éléments spécifiques doivent étre ajoutés a Ig

Valeurs limites (systéme absolu maximal de caractéristiques assignées)

ite interdépendance des conditions limites;

des éléments externes connectés et/ou auxiliaires,tels que des radiateurs, of

les valeurs limites de surcharge transitoire sont'dépassées, le dépassement auto

5 ecarts éventuels de valeurs minimales“et maximales pendant la programmati
spositif doivent étre indiqués;

ites les tensions référencées pouréhe borne de référence spécifiée (V,,, GND, et

Ss’

nimales sont mentionnées,\le-fabricant doit indiquer s'il se référe a la valeur abso
a valeur algébrique de lagrandeur;

5 valeurs limites indiquées doivent couvrir le fonctionnement du circuit i
Litifonction dans la.plage de températures de fonctionnement spécifiées. Lorsqu

Valeurs)limites électriques

Tableau 2 — Valeurs limites électriques

, pour

partie

t une
circuit

risé et

on du

et/ou
ue ou

ntégré
e ces

Paragraphe Parameétres Min. Max.
5.4.1.1 Température ambiante ou du boftier + +
5.4.1.2 Température de stockage + +
5.4.1.3 Tension(s) d'alimentation +
54.1.4 Courant(s) d'alimentation (le cas échéant) +
5.4.1.5 Tension(s) aux bornes (le cas échéant) + +
5.4.1.6 Courant(s) aux bornes (le cas échéant) +
5417 Puissance d'entrée +
54.1.8 Puissance d'entrée LO +
5.4.1.9 Dissipation de puissance +
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La spécification détaillée peut mentionner les valeurs du Tableau 2, notes 1 et 2 y compris.

Paramétres (voir notes 1 et 2) Symboles Min. Max. Unité

OTLE 4 1 Aehdant aform-am-ant ITEE TT20 A HPNRTE 3 B oo
= —E-eaS-eerntatt—eoRtrormementrat—type—au—CiHetit—ern—aguester

NOTE 2 Pour la gamme de tensions d'alimentation:

vgleur(s) limite(s) de la ou des tension(s) continue(s) a la ou aux borne(s) d'alimentation, par rapporf a
ur} point de référence électrique spécifique;

le|cas échéant, valeur limite entre les bornes d'alimentation spécifiées;

lofsque plusieurs tensions d'alimentation sont requises, il convient d'indiquer si la séquenge
d'application de ces tensions d'alimentation est notable: dans ce cas, il convient dlindiquer la séquencg;

lofsque plusieurs alimentations sont requises, il peut s'avérer nécessaire d'indiquer les combinaisons ¢le
vdleurs limites pour ces courants et tensions d'alimentation.

5.4.2 Températures

a) T¢gmpérature de fonctionnement

b) Tegmpérature de stockage

c) Tegmpérature de canal

d) Température des fils (pour le brasage)

La spécification détaillée peut mentionner les valeurs du tableau, la note y compris.

Parameétres (voir note) Symboles Min. Max. Unité

NOTE ( Le'cas échéant, conformément au type du circuit en question.

5.5 Conditions de fonctionnement (dans la plage de températures de fonctionnement
spécifiée)

Ces conditions de fonctionnement ne doivent pas étre contrblées, mais peuvent cependant
étre utilisées aux fins de I'évaluation de la qualité.

5.5.1 Alimentations — Valeurs positives et/ou négatives
5.5.2 Séquences d'initialisation (le cas échéant)

Si des séquences d'initialisation spécifiques sont nécessaires, le séquencement de
I'alimentation et la procédure d'initialisation doivent étre spécifiés.
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5.5.3 Tension(s) d'alimentation ou signal d'entrée (le cas échéant)
5.54 Courant(s) de sortie (le cas échéant)

5.5.5 Tension et/ou courant a/aux autre(s) borne(s)

5.5.6 Eléments externes (le cas échéant)

5.5.7 Plage de températures de fonctionnement

5.6 Caractéristiques électriques

ement,
pécification contraire.

Chaque caractéristique en 5.6 doit étre indiquée: soit

a) sur toute la plage de températures de fonctionnement spécifiée, soit

b) a |lune température de 25 °C, et aux températures de fonctionnement maximale et
minimale.

Les parameétres doivent étre spécifiés en fonction du type, tel quiindiqué dans le Tableap 3 ci-
dessolus:

Tableau 3 — Caractéristiques électriques

Pa;qg;a- Parameétres Min. Type* Max. A Types =
5.6.1 Courant de fonctionnement + + + +
5.6.2 Gain de conversion + + + +
5.6.3 Planéité de gain de conversion + + + +
5.6.4 Isolement LO/RF + + + +
5.6.5 Isolement LO/IF (le cas échéant) + + + +
5.6.6 Isolement RF/IF (le cas échéant) + + +
5.6.7 Isolement IF/RF (le cas\échéant) + + +
5.6.8 Affaiblissement sur la-fréquence conjuguée + + +
(le cas échéant)

5.6.9 Suppression desbande latérale (le cas + + +
échéant)

5.6.1p Puissanee de sortie a la puissance d'entrée + + + +
spécifiée

5.6.1 Ruissance de sortie au point de + + + +
compression de conversion de 1 dB

5.6.1p Facteur de bruit + + +

5.6.18 Distorsion d’intermodulation + + + +

5.6.14 Puissance de sortie au point d'interception + + + +
(pour les produits d'intermodulation)

5.6.15 Facteur d’adaptation au point d’accés LO + + + +

5.6.16 Facteur d’adaptation au point d’accés RF + + + +

5.6.17 Facteur d’adaptation au point d’acces IF + + + +

*  Facultatif.

NOTE La perte de conversion et la planéité de perte de conversion peuvent se substituer aux parametres en
5.6.2 et 5.6.3.
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La spécification détaillée peut mentionner les valeurs du tableau.

Caractéristiques Symboles Conditions Min. Type* Max. Unités

*  F4dcultatif.

5.7 |Valeurs limites, caractéristiques et données mécaniques et environnementa:rs

Toutef valeurs limites mécaniques et environnementales spécifiques applicables doivent étre

indiquiges (voir aussi le chapitre VI, article 7 de la CElI 60747-1).

5.8 |Informations supplémentaires

Le cds échéant, les informations détaillées dans les paragraphes suivants doivent étre
fournigs.

5.8.1 Circuit d'entrée et de sortie équivalent

Des informations détaillées doivent étre fournies sur le type des circuits d’entrée et de portie,
par exemple: impédances d’entrée/de sortie, bloc¢:CC, drain ouvert.

5.8.2 Protection interne

Il doiff étre indiqué si le circuit intégrecontient une protection interne contre les tensions
statiqlies élevées ou les champs élegtriques.

5.8.3 Condensateurs aux borhes

Si deg condensateurs sont requis pour le bloc CC d'entrée/sortie, les capacités doivent étre
indiqujées.

5.8.4 Résistance thermique

5.8.5 Interconnexions avec les autres types de circuit

Le cap échéant, des détails relatifs aux interconnexions avec d'autres circuits doivernt étre
fournig:

5.8.6 Effets des composantes connectées a l'extérieur

Des courbes ou données indiquant I'effet d'une ou plusieurs composantes connectées a
I'extérieur influengant les caractéristiques peuvent étre fournies.

5.8.7 Recommandations relatives au(x) dispositif(s) associé(s) éventuel(s)

Par exemple, le découplage de I'alimentation d'un dispositif haute fréquence doit étre indiqué.

5.8.8 Précautions de manipulation

Le cas échéant, des précautions de manipulation spécifiques au circuit doivent étre indiquées
(voir également le chapitre IX de la CEl 60747-1 relatif aux dispositifs sensibles aux charges
électrostatiques).
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Données d’application

5.8.10 Autres informations d'application

5.8.11

6 M

6.1

Date d'émission de la fiche technique

éthodes de mesure

Généralités

Le présent article spécifie des méthodes de mesure des caractéristiques électriques des

convegtisseurs-d hypnrfrnqunnr-nc a circuit |n+ngrn

6.1.1

Les pfécautions générales spécifiées a I'Article 1 du chapitre VIl de la CEL.60747-1 d

étre

alimentations CC a faible ondulation et de découpler de fagcon approprié¢ toutes les te
d'alimentation de polarisation a la fréquence de mesure. Une attention particuliér

égale
puiss{

Le sig
doit &

caract

6.1.2

Les impédances d'entrée et de sortie des sysi€émes de mesure, indiquées dans le circui

prése
spécif

6.1.3

Dans
manip|

6.1.4

Les d
type p

6.2

Précautions générales

ppliguées. En outre, il est nécessaire de veiller particuliecrement’ a utilise

ent étre apportée a I'impédance de charge du circuit d'essai_€n vue de la mesurg
nce de sortie.

nal d'entrée (RF pour le convertisseur abaisseur et IE pour le convertisseur élév
tre un signal de faible niveau, par rapport auquel les dispositifs présenten
éristiques linéaires, sauf spécification contraire.

Impédance caractéristique

nte norme, sont de 50 Q. Si les impédances ne sont pas de 50 Q, elles doiver
ées.

Précautions de manipulation

le cas des dispositifs \sensibles aux charges électrostatiques, les précautio
ulation spécifiées a I'Article 1 du chapitre IX de la CEIl 60747-1 doivent étre obser

Types

spositifs dont.il-est question dans la présente norme sont a la fois de type boftiers
uces, mesures a l'aide des montages d'essai appropriés.

Gain de conversion (G,)

pivent
r des
hsions
e doit
de la

ateur)
t des

de la
t étre

ns de
ées.

et de

6.2.1

Objet

Mesurer le gain de conversion dans les conditions spécifiées.
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6.2.2 Schéma du circuit
Sortie Fr,?%ife”?e' Sortie Wattmetre 1
Générateur
de S|g1;naux Isolateur 1
=z A
G — -
Atténuateur
variable 1 B
Wattmetre 2
Dispositif | C D ( )
Alimentation de mesuré e
polarisation
Lo | F
Générateur
de signaux Isolateur 2
-
—_— A
Ge — dB
7, <<
Atténuateur E
variable 2
< Wattmetre 3
. Fréquence- .
Sortie metre 2 Sortie CEI 1073/02
Figure 2 — Schéma du circuit de mesure du gain de conversion
6.2.3 Principe de mesure

Le gdin de conversion G., mesuré a \la’puissance de l'oscillateur local spécifiee P

dérivé
suit:

Dans
suivar

de la puissance d'entrée P; etrde la puissance de sortie P, du dispositif mesuré c

e schéma du cirCujt représenté a la Figure 2, P, P, et P o sont dérivées des équ
tes:

R =P L4
PO =P2+L2

Bg =P — [a

D> est
pmme

(1)
ations
(2)
(3)

1= >

L, estla puissance en dBm au point A, moins la puissance en dBm au point B;

L, estla puissance en dBm au point C, moins la puissance en dBm au point D;

L3 estla puissance en dBm au point E, moins la puissance en dBm au point F;

P, est la valeur indiquée par le wattmétre 1;

P, est la valeur indiquée par le wattmétre 2;

P4 est la valeur indiquée par le wattmétre 3.

(4)

P;, P,, P4, P, et P53 sont exprimées en dBm. Ly, L, et L, sont exprimées en décibels (dB).
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Le gain de conversion G. est le gain en puissance mesuré dans la région ou le changement
de puissance de sortie en dBm est identique a celui de la puissance d'entrée.

6.2.4

Description et exigences relatives au circuit

L'isolateur est destiné a permettre le maintien d'un niveau de puissance constant pour le
dispositif mesuré, quels que soient les écarts d'impédance a l'entrée du dispositif. La valeur
de Ly, L, et Ly doit étre mesurée au préalable. Le filtre en sortie élimine la bande de
fréquence non désirée.

6.2.5

Précautions a respecter

L'osci

lation, contrb6lée par l'analyseur de spectre, doit étre éliminée pendant ces _me

Les sorties doivent étre capables de soutenir la puissance dans I'environnement d'essai

Les r¢ponses parasites ou harmoniques du générateur de signaux doivent-étre réduit

sorte

Le ga
d'acc§

6.2.6

La fré
spécif]

La fr¢
spécif

Le niv

h étre négligeables.

n de conversion G, doit étre mesuré sans l'influence de I'impédance du filtre aux
s LO et RF.

Mode opératoire de mesure

quence du générateur de signaux pour le signal d'entrée doit étre réglée sur la
ée.

quence du générateur de signaux pour le signal local doit étre réglée sur la
ée.

eau de puissance du signal local doit-étre ajusté a la valeur spécifiée.

Les conditions de polarisation doivent,étre appliquées comme spécifié.

Une p

En v4d
correg

Le ga

6.2.7
- Te

uissance d'entrée adéquate’doit étre appliquée au dispositif mesuré.

riant la puissance_'d'entrée, confirmer qu'un changement de la puissance de
pond a un chandement identique de la puissance d'entrée.

n mesuré dans cette région est le gain de conversion G...

Conditions spécifiées

mpérature ambiante ou du point de référence

sures.

es de

points

valeur

valeur

sortie

- C

nditons de polarisation

— Fréquence du signal local

— Puissance incidente du point d'acces local

— Fréquence d'entrée.

6.3
6.3.1

Planéité de gain de conversion (AG,)

Objet

Mesurer la planéité de gain de conversion dans les conditions spécifiées.

6.3.2

Schéma du circuit

Voir le schéma du circuit représenté a la Figure 2.
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6.3.3 Principe de mesure

Voir le principe de mesure en 6.2.3.
La planéité de gain linéaire est dérivée de I'équation suivante
AGg = Gc(max) - Gc(min) (5)

OU Gg(max) €t Ge(min) SONt respectivement les gains de conversion maximal et minimal dans la
bande de fréquence spécifiée, a la puissance d'entrée spécifiée.

Il exisLe deux types de methodes de mesure de AG.. Le premier type correspond a la mesure
a la fréquence fixée de l'oscillateur local et le deuxiéme type, a la mesure a la fréquerjce de
sortie [constante.

6.3.4 Description et exigences relatives au circuit
Voir Ia description du circuit et les exigences spécifiées en 6.2.4.
6.3.5 Précautions a respecter

Voir lgs précautions a respecter spécifiées en 6.2.5.

6.3.6 Mode opératoire de mesure
6.3.6.[1 Planéité de gain de conversion pour tne fréquence LO constante

La frgquence du générateur de signaux poutde signal local doit étre réglée sur la yaleur
spécifjée.

La frélquence du générateur de signaux“pour le signal d'entrée doit étre réglée sur la jaleur
spécifjée.

Les conditions de polarisation-deivent étre appliquées comme spécifié.
Le nivieau de puissance dinsignal local doit étre ajusté a la valeur spécifiée.
Une puissance d'entréé adéquate doit étre appliquée au dispositif mesuré.

En vgriant la,puissance d'entrée, confirmer qu'un changement de la puissance de [sortie
corredpond a.un changement identique de la puissance d'entrée.

Décider’du niveau de puissance d'entrée adapté a la mesure du gain de conversion.

Varier la fréquence d'entrée dans la bande de fréquence spécifiée tout en maintenant le
niveau de puissance d'entrée constant.

Obtenir le gain de conver'3|c_>r_1'maX|maI G¢(max) et le gain de conversion minimal G yin) dans
la bande de fréquence spécifiée.

Calculer la planéité de gain de conversion AG, a l'aide de I'équation (5).

6.3.6.2 Planéité de gain de conversion pour une fréquence de sortie constante

La fréquence du générateur de signaux pour le signal local doit étre réglée de sorte a obtenir
la fréquence de sortie spécifiée.
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La fréquence du générateur de signaux pour le signal d'entrée dans la gamme de fréquences
d'entrée spécifiée doit étre réglée de sorte a obtenir la fréquence de sortie spécifiée.

Les conditions de polarisation doivent étre appliquées comme spécifié.

Le niveau de puissance du signal local doit étre ajusté a la valeur spécifiée.

Une p

uissance d'entrée adéquate doit étre appliquée au dispositif mesuré.

En variant la puissance d'entrée, confirmer qu'un changement de la puissance de sortie

correspand a un changement identique de la puissance d'entrée

Décid

Varien les fréquences d'entrée et locale dans la bande de fréquence spécifiéea’un nive
puissdnce d'entrée constant.

Obteniir le gain de conver’su.)rlmaxmal G¢(max) et le gain de conversion minimal G¢(min
la bande de fréquence spécifiée.

La plgnéité de gain de conversion AG, est calculée a I'aide deN'équation (5).

6.3.7

6.3.7.
- Te
— Cqg

br du niveau de puissance d'entrée adapté a la mesure du gain de conversion:

Conditions spécifiées
( Planéité de gain de conversion pour une fréquence LO constante
mpérature ambiante ou du point de référence

nditions de polarisation

pquence du signal local

issance incidente du point d'accéslocal
nde de fréquence d'entrée.

p Planéité de gain de.conversion pour une fréquence de sortie constante
mpérature ambiante ou du point de référence

nditions de polarisation

nde de fréquenee du signal local

issance ingcidente du point d'accés local

issance d'entrée

mme.de fréquences d'entrée

- Fr

au de

dans

Balence-de sortie
g -

6.4
6.4.1

Isolement LO/IF (PLO /PL0(|F))
Objet

Mesurer l'isolement du point d'acces local au point d'acces IF dans les conditions spécifiées.
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Schéma du circuit

5 Sortie
Générateur Atten_uateur
de signaux Isolateur variable RF ’_:l
i ul dB Lo Dnl]sepsousrgf IF Analyseur
= << B de spectre
A
Alimentation de
polarisation
Sortie Fréquence Sortie Wattmétre
meétre CEl 1074/02

6.4.3

Dans

Figure 3 — Schéma du circuit de mesure de I'isolement LO/IF

Principe de mesure

e schéma du circuit présenté a la Figure 3, la puissance locale d'entrée P| o en dE

dérivge comme suit:

Ro = P — L4
ou
Ly est la puissance en dBm au point A, moins la puissance en dBm au point B;
P, est la valeur indiquée par le wattmétre en dBm.
PLogr) estla composante de fréquence locale de\la puissance de sortie au point d'acg
en dBm, lorsque la P o en dBm spécifi€e est appliquée.

Le po|nt d'acces local a l'isolement de point'd'acces IF P o/P o) en décibels (dB) est
commee suit:

RO/Ro(F) = Ao — Ro(F)
ou P jF) est la valeur indiquée-par I'analyseur de spectre.
6.4.4 Description et-exigences relatives au circuit
L'isolgteur est destiné a permettre le maintien d'un niveau de puissance constant p
dispogitif mesuré) quels que soient les écarts d'impédance a ses points d'accés locaux.

L, doit étre-mesurée au préalable.

NOTE

L'analyseur de spectre peut étre remplacé par un wattmétre et un filtre présentant une répo

m est

(6)

es IF,

dérivé

(7)

pur le

nse en

fréquence et des caracteristiques d'impedance appropriees. Dans le cas de ce montage, le filtre doit elim
composantes de fréquence non désirées. Il convient également que le filtre ne modifie pas les impédances des

bornes

6.4.5

pour des fréquences de type RF, LO et IF.

Précautions a respecter

L'oscillation, contrélée par I'analyseur de spectre, doit étre éliminée pendant la mesure.

ner les

Les réponses parasites ou harmoniques du générateur de signaux doivent étre réduites de
sorte a étre négligeables.

6.4.6

Mode opératoire de mesure

La fréquence du générateur de signaux doit étre ajustée a la valeur spécifiée.
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Appliquer la polarisation dans les conditions spécifiées.
Appliquer la puissance locale spécifiée P| o, obtenue au moyen de I'équation (6).

Mesurer le niveau de puissance de la composante de fréquence locale au point d'accés IF
PLoqF) @ I'aide de l'analyseur de spectre.

Calculer le point d'acces local a l'isolement de point d'accés IF P g /P g(F) au moyen de
I'équation (7).

6.4.7 I_c.n.n.d.l.l.m.ns_sp.euuee; i acifié
— Température ambiante ou du point de référence

— Cqgnditions de polarisation

— Frequence du signal local
— Pdissance incidente du point d'acces local.

6.5 [Isolement LO/RF (P g /P o(rF))
6.5.1| Objet

Mesuter l'isolement du point d'accés local au point d'accés RF\dans les conditions spécifiées.

6.5.2 Schéma du circuit

4 Sortie
Générateur Atténuateur
de signaux Isolateur variable IE ’_:l
—_— F LO Dispositif | R
o — dB mesuré Analyseur
Y =< B de spectre
Alimentation de
polarisation
Sortie Fréquence Sortle Wattmétre
metre CEl 1075/02

Figure 4=Schéma du circuit de mesure de l'isolement LO/RF

6.5.3 Principe.de‘mesure

Dans |e schéma du circuit présenté a la Figure 4, la puissance locale d'entrée P o en dBm est
dérivéle comme suit:

Ho—Pr—+ (8)
ou
Ly est la puissance en dBm au point A, moins la puissance en dBm au point B;
P, est la valeur indiquée par le wattmeéetre en dBm.

PLO RF) est la composante de fréquence locale de la puissance de sortie au point d'accés RF
c§Bm lorsque la P 5 en dBm spécifiée est appliquée.

Le point d'acces local a lisolement de point d'accés RF P /P orF) €n décibels (dB) est
dérivé comme suit:

Ro/RoRF) = Ao — ALoRF) (9)
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ol P_o(rF) est la valeur indiquée par I'analyseur de spectre.

6.5.4 Description et exigences relatives au circuit

Voir la description du circuit et les exigences spécifiées en 6.4.4.

6.5.5 Précautions a respecter

Voir la description des précautions a respecter en 6.4.5.

6.5.6 Mode opératoire de mesure

La frépguence du générateur de signaux doit étre ajustée a la valeur spécifiée.
Appliduer la polarisation dans les conditions spécifiées.
Appliquer la puissance locale spécifiée, P| o, obtenue au moyen de I'équation (8).

Mesuiter le niveau de puissance de la composante de fréquence locale au point d'accgs RF
PLo(rf) @ l'aide de I'analyseur de spectre.

Calculer le point d'accés local a l'isolement de point d'accés\RF P g /P orF) au moyen de
I'équation (9).

6.5.7 Conditions spécifiées

— Tedmpérature ambiante ou du point de référence
— Cqgnditions de polarisation

— Freéquence du signal local

— Pdissance incidente du point d'accesdocal

— Cqndition de la sortie au point d'accés IF.

6.6 |Isolement RF/IF
6.6.1 Isolement RF/IF (Pgg /PRp(F)) — Type A
6.6.1.1 Objet

Mesuter l'isolement'du point d'accés RF au point d'accés IF dans les conditions spécifiéges.
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6.6.1.2 Schéma du circuit

Fréquence Sortie

Sortie meétre 1
o Wattmétre 1
Générateur
de senaux Isolateur 1
—FZ— A
G |— - -l
Y, =< dB
. Accés
Atténuateur RF
variable 1
B
Dispositif | 5 |Analyseur
. . mesure de spectre
Alimentation Acces IF
de polarisation
Acces LO| g
Générateur
de signaux
2 Isolateur 2 ,
Gt — 5 -l
>, << dB
Atténuateur E
variable 2
Sortie Fréquence Wattmétre 2
meétre 2 Sortie

CEIl 1076/02

Figure 5 — Schéma du circuit de mesure-de l'isolement RF/IF pour le type A

6.6.1.3 Principe de mesure

Dans [le schéma du circuit présenté @“la Figure 5, la puissance RF d'entrée Pgg| et la
puissgnce LO P 5 sont dérivées comme suit:

Fe = P - Ly (10)
Ro =P - L (11)
ou
Ly est la puissance en dBm au point A, moins la puissance en dBm au point B;
Ly est fapuissance en dBm au point E, moins la puissance en dBm au point F;
P, est)la valeur indiquée par le wattmétre 1 au point d'accés RF en dBm;
Py est 1a valeur indiquée par le wattmétre 2 au point d'acces 1 O en dBm

Prr(F) est la composante de fréquence RF de la puissance de sortie au point d'acces IF, en
dBm, forsque les puissances Prf et P 5 spécifiées sont appliquées.

L'isolement Prg/Prg(Fy du point d'acces RF au point d'acces IF est dérivé comme suit:
IRr /FRF(F) = FRF — IRF(F) (12)
oU Prr(F) est la valeur indiquée par I'analyseur de spectre en dBm.

6.6.1.4 Description et exigences relatives au circuit

Les isolateurs sont destinés a permettre le maintien d'un niveau de puissance constant pour
le dispositif mesuré, quels que soient les écarts d'impédance aux points d'accés RF et LO.


https://iecnorm.com/api/?name=18e8bc6cc3c6b49a1c3276870cb10a2c

60747-16-3 © CEI:2002 - 67—
L, et L, doivent étre mesurées au préalable.

6.6.1.5 Précautions a respecter

L'oscillation, contrélée par I'analyseur de spectre, doit étre éliminée pendant la mesure.

Les réponses parasites ou harmoniques des générateurs de signaux doivent étre rédu
sorte a étre négligeables.

6.6.1.6 Mode opératoire de mesure

ites de

La fréuuence du générateur de Signaux +pour e signat dentrée RFdoit &tre ajustée a la

valeul spécifiée.

La fr§quence du générateur de signaux 2 pour le signal local doit étre ajustée”a la
spécifjée.

Applidquer la polarisation dans les conditions spécifiées.

valeur

Appliquer la puissance locale P| g, calculée au moyen de I'éguation (11), et I'ajustef a la

valeul spécifiée par I'atténuateur variable 2.

Appliquer la puissance RF Prg, calculée au moyen de l'équation (10), et I'ajuster a la
spécifjée par l'atténuateur variable 1.

valeur

Mesuter le niveau de puissance de I'élément de signal RF au point d'acceés IF Prg () af I'aide

de l'apalyseur de spectre.

Calculer l'isolement Prp/Prp(r) du pointid'acces RF au point d'acces IF au moygn de

I'équaltion (12).

6.6.1.7 Conditions spécifiées

— Tedmpérature ambiante ou du‘point de référence
— Cqgnditions de polarisation

— Pdissance locale

— Freéquence du signallocal

— Pdissance d'entrée du point d'accés RF

— Frequence du signal RF.

6.6.2 [ Isolement RF/IF (P\g/P\g(rF)) — Type B

6.6.2.1 Objet

Mesurer l'isolement du point d'accés IF au point d'accés RF dans les conditions spécifié

es.
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6.6.2.2 Schéma du circuit

Fréquence Sortie

6.6.2.

Dans
LO P

Sortie meétre 1
Wattmeétre 1
Générateur
de senaux Isolateur 1
—FZ— A
Gy — -]
| | == ®
Atténuateur Accés IF
variable 1 B
Disposi@if C D |Analyseur
. . mesure de spectre
Alimentation Accés
de polarisation RF
Acces LO| g
Générateur
de signaux
2 Isolateur 2 ,
G [ [—= -]
| == ®
Atténuateur E
variable 2
Sortie Fréquence Wattmétre 2
métre 2 Sortie CEI 1077/02

Figure 6 — Schéma du circuit de mesure-de I'isolement RF/IF pour le type B

B Principe de mesure

e schéma du circuit présenté a laFigure 6, la puissance IF d'entrée P et la puissance

b sont dérivées comme suit:
Br =P - Ly
Ro =P L
est la puissance en dBm au point A, moins la puissance en dBm au point B;

est lapuissance en dBm au point E, moins la puissance en dBm au point F;
est)la valeur indiquée par le wattmétre 1 au point d'accés IF en dBm;

est la valeur indiquée par le watimétre 2 au point d'acceés 1 O en dBm

(13)

(14)

PirrF) est la composante de fréquence IF de la puissance de sortie au point d'accés RF en
dBm lorsque les puissances P et P| 5 spécifiées sont appliquées.

L'isolement P /P\grF) du point d'acces IF au point d'accés RF est dérivé comme suit:

Re/BrRF) = AF — AFRF)

oU Pig(rF) est la valeur indiquée par I'analyseur de spectre en dBm.

6.6.2.4 Description et exigences relatives au circuit

(15)

Les isolateurs sont destinés a permettre le maintien d'un niveau de puissance constant pour
le dispositif mesuré, quels que soient les écarts d'impédance a ses points d'accés IF et LO.
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L, et L, doivent étre mesurées au préalable.

6.6.2.

5 Précautions a respecter

L'oscillation, contrélée par I'analyseur de spectre, doit étre éliminée pendant la mesure.

Les réponses parasites ou harmoniques des générateurs de signaux doivent étre réduites de

sorte

6.6.2.

a étre négligeables.

6 Mode opératoire de mesure

La frguuence du générateur de Signaux +pour te stgnataentrée tFdoit&treajustée a la

valeul spécifiée.

La fr§quence du générateur de signaux 2 pour le signal local doit étre ajustée”a la
spécifjée.

Applidquer la polarisation dans les conditions spécifiées.

valeur

Appliquer la puissance locale P| o, calculée au moyen de I'éguation (14), et I'ajustef a la
valeul spécifiée par I'atténuateur variable 2.

Appliquer la puissance IF P, calculée au moyen de l'équation (13), et l'ajuster a la
spécifjée par l'atténuateur variable 1.

Mesuter le niveau de puissance de I'élément de signhal IF au point d'acces RF Pjgrf) @
de l'apalyseur de spectre.

Calcu

er lisolement Pg/P|prp) du pointidaccés IF au point d'accés RF au moy

I'équation (15).

6.6.2.

y Conditions spécifiées

— Température ambiante ou du‘point de référence

— Cqgnditions de polarisation

— Pdissance locale

- Fr

pquence du signallocal

— PdJdissance d'entrée du point d'acces IF

- Fr
6.7

6.7.1

Bquence du signal IF.

Affaiblissement sur la fréquence conjuguée (P, /Py ;y)

valeur

I'aide

en de

Objet

Mesurer |'affaiblissement sur la fréquence conjuguée dans les conditions spécifiées.

6.7.2

Schéma du circuit

Voir le schéma du circuit représenté a la Figure 2.

6.7.3

La fré

ou

Principe de mesure

quence conjuguée fconjuguse) €St définie comme suit:

S{conjuguee) = 2f(locale) — 1)

(16)
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J(iocale) €St la fréquence locale spécifiée;
Sirf) est la fréquence RF spécifiee.

La puissance d'entrée P, et la puissance locale P| 5 sont calculées comme suit:

R =P - L (17)

Ro =P -L3 (18)

Ly est [a puissance en dBm au point A, moins la puissance en dbm au point B;
Lg pst la puissance en dBm au point E, moins la puissance en dBm au point F;
P, est la valeur indiquée par le wattmeétre 1 en dBm;
Py est la valeur indiquée par le wattmeétre 3 en dBm.

P;, P ¢, P4 et Py sont exprimées en dBm. L, et L5 sont exprimées en dégibels (dB).

L'affaiplissement sur la fréquence conjuguée PO/Po(im) exprimé emdécibels (dB) est dérivé
commee suit:

Fo/ Po(im) = Po(rf) - Po(conjugue’e) (19)

ou

Po(rfy est la valeur indiquée par le wattmetre 2 en dBm lorsque la puissanceg et la
fréquence d'entrée sont la fréquence RF et la puissance d'entrée spécifiéps;

Po(conjuguse)  €st la valeur indiquée par le;wattmetre 2 en dBm lorsque la puissancg et la
fréquence d'entrée sont la fréquence conjuguée et la puissance d'entrée.

6.7.4 Description et exigences relatives au circuit

Voir 14 description du circuit et leslexigences spécifiées en 6.2.4.

6.7.5 Précautions a respecter

Voir lgs précautions a respecter spécifiées en 6.2.5.

6.7.6 Mode opératoire de mesure

La frépquence du générateur de signaux pour le signal d'entrée doit étre ajustée a la fréquence
RF spgcifiée.

L eadii—ad T 0 P~ HP-w- - L
e nl CduUuUuT T pUToodrivt uuoryridr |

spécifiée.

P TP (DN Aot At HIEP-Y P-4 >
o1 /oo T—dyuotc—d

a—ptissanece—dentrée
La fréquence du générateur de signaux pour le signal local doit étre ajustée a la fréquence
locale spécifiée.

Le niveau de puissance du signal local (P|_ o) doit étre ajusté a la puissance locale spécifiée.
Appliquer la polarisation, dans les conditions spécifiées, au dispositif mesuré.

Mesurer la puissance de sortie (Py ) a I'aide du wattmetre 2.

La fréquence du générateur de signaux pour le signal d'entrée doit étre convertie a la
fréquence conjuguée spécifiée.
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